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2B

2B001

Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

Uwagi techniczne:
1. Pomocnicze, réwnolegle osie konturowe, np. os "w" w wiertarkach poziomych, albo pomocnicza os obrotu, ktorej linia centralna

AN

biegnie réwnolegle do gléwnej osi obrotu, nie sq zaliczane do catkowitej liczby osi ksztattowych. Osie obrotu nie muszq obracac
sig 0 360°. Os obrotu moze byé napegdzana za pomocg urzqdzenia liniowego, np. $ruby albo mechanizmu zgbatkowego.

. Dla celéw poz. 2B za liczbe osi, ktére mogq byé koordynowane jednoczesnie dla “sterowania ksztattowego” , uznaje sig

liczbe osi, kiére majq wplyw na ruch wzgledny pomigdzy obrabianym przedmiotem a narzedziem, glowicq tngcq lub tarczq

szlifierskq, ktéra przecina lub usuwa metal z przedmiotu obrabianego. Nie obejmuje to dodatkowych osi, ktére majqg wplyw na

inne ruchy wzgledne w maszynie, takie jak:

a. Systemu obciggania Sciernic w szlifierkach;

b. Réwnoleglych osi obrotowych przeznaczonych do mocowania oddzielnych przedmiotéw obrabianych;

c. Wspétliniowych osi obrotowych przeznaczonych do manipulowania tym samym przedmiotem poprzez przytrzymywanie go
w uchwytach z oddzielnych koricow. .

. Nazewnictwo osi powinno by¢ zgodne z Normg Miedzynarodowq ISO 841, "Maszyny Sterowane Numerycznie - Nazewnictwo

Osi i Ruchéw”.

Dla potrzeb pozycji 2B00I do 2B009 “wrzeciono wahliwe” jest liczone jako os obrotowa.

. Zamiast indywidualnych protokoléw testéw dla kazdego modelu obrabiarki mogq by¢ stosowane poziomy gwarantowanej

doktadnosci pozycjonowania, ustalone przy zastosowaniu procedury testow ISO 230/2 (1988)*. Poziom gwarantowanej
doktadnosci pozycjonowania, znaczy wartosé dokladnosci podang kompetentnym wtadzom paristwa czltonkowskiego, w ktérym
eksporter jest zarejestrowany jako reprezentant jakosci modelu maszyny.

Okreslenie gwarantowanej dokfadnosci

a. Wybraé pigé egzemplarzy modelu maszyny, ktéry ma by¢ oceniany;

b. Zmierzy¢ liniowe dokladnosci osi zgodnie z ISO 230/2 (1988)*;

c.  Okreslié warto$ci A dla kazdej osi kazdej maszyny. Metoda okreslania wartosci A opisana jest w normie ISO.

d. Okresli¢ wartosci $rednie A dla kazdej osi. Srednia warto$é A staje sie gwarantowanq wartoscig dla kazdej osi modelu
(Ax, Ay, )

e. Poniewaz wykaz Kategorii 2 odnosi sig do kazdej osi liniowej, wartosci gwarantowanych jest tyle, ile jest osi liniowych.

[ Jezeli ktéras z osi modelu maszyny nieobjetego kontrolg przez 2B00l.a. do 2B001.c. lub 2B20] ma gwarantowang

doktadnos$é A réwng 6 mikronéw dla szlifierek i 8 mikronéw dla frezarek i tokarek lub lepszq, od producenta powinno sig
wymagaé potwierdzania poziomu dokfadnosci raz na osiemnascie miesiecy.

* Producenci wyliczajacy dokladno$é pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni konsultowaé si¢ z kompetentnymi
wladzami pafistwa czlonkowskiego, w ktérym zostali zarejestrowani.

Nastepujace obrabiarki i ich zestawy do skrawania (albo cigcia) metali, materialéw ceramicznych albo kompozytéw, ktére, wediug
danych technicznych producenta, moga by¢ wyposazone w urzadzenia elektroniczne do "sterowania numerycznego™:
N.B.: Sprawdz takze pozycje¢ 2B201.

UWAGA 1:  Pozycja 2B001 nie obejmuje kontrolg obrabiarek do specjalizowanych zastosowar ograniczonych do wytwarzania két

zebatych. W sprawie takich maszyn patrz pozycja 2B003.

UWAGA 2:  Pozycja 2B00I nie obejmuje kontrolg obrabiarek do specjalizowanych zastosowar ograniczonych do wytwarzania

a.

dowolnych z nastgpujqcych czesci:

waléw korbowych i rozrzqdczych;

narzedzi lub nozy obrabiarkowych;

Slimakéw do wyttaczarek;

grawerowanych lub szlifowanych czesci bizuterii.

RO TR

Tokarki majace wszystkie z ponizej wymienionych cech charakterystycznych:

1. Dokladno$é ustalania potozenia, z uwzglgdnieniem wszystkich mozliwych kompensacji, mniej (lepsza) niz 6 ym, zgodnie z
ISO 230/2 (1988)* lub réwnowaznych norm krajowych, wzdtuz dowolne;j osi liniowe;j; i

2. Dwie lub wigcej osi, ktére mozna jednoczeénie koordynowaé w celu “sterowania ksztattowego™;

UWAGA: Pozycja 2B001.a. nie obejmuje kontrolg tokarek specjalnie przeznaczonych do wytwarzania soczewek kontaktowych.

b. Frezarki majace dowolng z ponizej wymienionych cech charakterystycznych:

1. Majace wszystkie ponizej wymienione cechy:
a. Doktadno$é ustalania polozenia, z uwzglednieniem wszystkich mozliwych kompensacji, mniej (lepsza) niz 6 um, zgodnie
z IS0 230/2 (1988)* lub réwnowaznych norm krajowych, wzdtuz dowolnej osi liniowej; 1
b. Trzy osie liniowe plus jedna 0§ obrotowa, ktére mozna jednoczesnie koordynowaé w celu “sterowania ksztaltowego™;
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2B003

2B004

2. Pigé lub wigcej osi, ktére mozna jednoczesnie koordynowaé w celu “sterowania ksztaltowego™; lub

3. Dokladno$é ustalania polozenia dla wiertarek wspdirzedno$ciowych, z uwzglednieniem wszystkich mozliwych kompensacji,
wigksza (lepszg) niz 4 pm, zgodnie z ISO 230/2 (1988)* lub réwnowaznych norm krajowych, wzdluz dowolnej osi
liniowej; lub

4. Maszyny do obrébki frezem jednoostrzowym majgce wszystkie ponizej wymienione cechy:
a. “bicie promieniowe” i “bicie osiowe” wrzeciona mniejsze niz 0,0004 mm TIR; i
b. odchylenie katowe posuwu (szczgk, skoku i toczenia) mniejsze niz 2 sekundy katowe, TIR na 300 mm ruchu.

Szlifierki majgce dowolng z ponizej wymienionych cech charakterystycznych:
1. Obie z ponizszych wiasciwosci:
a. Dokladno$¢ ustalania polozenia, z uwzglednieniem “wszystkich mozliwych kompensacji”, mniej (lepsza) niz 4 um,
zgodnie z 1SO 230/2 (1988)* lub réwnowaznych norm krajowych, wzdtuz dowolnej osi liniowej; i
b. Trzy lub wigcej osi, ktére mozna jednoczesnie koordynowaé w celu “sterowania ksztaltowego”; lub
2. Pigé lub wigcej osi, ktére mozna jednoczesnie koordynowaé w celu “sterowania ksztaltowego™;

UWAGA: Pozycja 2B00I.c. nie obejmuje kontrolg nastgpujqcych obrabiarek do szlifowania:

1. Szlifierek do zewnetrznego, wewnegtrznego i zewngtrzno-wewnetrznego szlifowania cylindréw, posiadajgcych
wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:
a. Ograniczenie mozliwosci do szlifowania powierzchni cylindrycznych;
b. Maksymalnq zewnetrzng Srednice albo dtugosé roboczq przedmiotu obrabianego wynoszqcq 150 mm.

2. Obrabiarek skonstruowanych specjalnie jako szlifierki wspétrzednosciowe, posiadajgcych jedng z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych:
a. O§ c jest wykorzystywana do utrzymywania tarczy szlifierskie; w poftoieniu normalnym do obrabianej

powierzchni; lub

b. Of ajest sterowana w celu szlifowania walcowych krzywek bebnowych.

3. Szlifierek do narzedzi lub nozZy dostarczanych jako kompletne systemy z "oprogramowaniem" specjalnie
przeznaczonym do produkcji narzedzi lub noZy do obrdbki.

4. Szlifierek do waléw korbowych i rozrzqdczych.

5. Szlifierek do plaszczyzn.

Obrabiarki elektroerozyjne (EDM), niedrutowe, z dwiema albo wigcej osiami obrotowymi réwnoczesnie koordynowanymi
w celu "sterowania ksztaltowego";

Obrabiarki do obrébki metali, materialéw ceramicznych lub “kompozytowych” majace wszystkie z ponizej wymienionych cech
charakterystycznych: ’

1. Usuwajgce material za pomoca dowolnego z wymienionych sposobéw:
a. Dysz wodnych lub dysz z innymi cieczami roboczymi, w tym z dysz z plynami zawierajacymi substancje Scierne;
b. Wigzki elektrondw; lub
c. Wiazki "laserowej"; i
2. Majace dwie albo wigcej osi obrotu, ktére:
a. Moga by¢é réwnoczeénie koordynowane w celu "sterowania ksztattowego"; i
b. Maja "dokiadno$é ustalania polozenia" wigkszg (lepszg) niz 0,003°.

Wiertarki do glgbokich otworéw i tokarki zmodyfikowane tak, aby mogly stuzyé do wiercenia gigbokich otworéw, majgce
maksymalng gleboko$é wiercenia przekraczajaca 5 000 mm, oraz specjalnie do nich przeznaczone czgéci.

* Producenci wyliczajgcy dokladnoéé pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni konsultowaé si¢ z kompetentnymi
wiadzami panstwa czlonkowskiego, w ktdrym zostali zarejestrowani.

Nastepujace obrabiarki "sterowane numerycznie” albo recznie oraz specjalnic do nich przeznaczone czgici, urzadzenia sterujgce
i oprzyrzadowanie, specjalnie opracowane do skrawania, obrébki, wykariczania, szlifowania albo honowania hartowanych (R, = 40
lub wiecej) kot zebatych o zebach prostych, két zgbatych $rubowych i daszkowych o $rednicy podzialowej powyzej 1 250 mm
i szerokodci wiefica wynoszacej 15 % $rednicy podzialowej albo wigkszej, wykoriczone do jakosci AGMA 14 albo wyzszej
(réwnowazna klasie 3 wedtug normy ISO 1328);

Pracujace na gorgco "prasy izostatyczne", majace wszystkie z ponizszych cech charakterystycznych oraz specjalnie opracowane do
nich matryce, formy, zespoly, akcesoria i urzgdzenia sterujgce:

N.B.: Sprawdz takze pozycje 2B104 i 2B204.

a.

Mozliwo$é regulacji warunkéw termicznych w zamknigtej formie oraz wyposazenie w komorg formy o $rednicy wewngtrznej
406 mm albo wigkszej; oraz

Posiadanie jednej z ponizszych wlasciwosci:

1. Maksymalne ci$nienie robocze powyzej 207 MPa;

2. Mozliwoéé regulacji warunkéw termicznych powyzej 1 773 K (1500°C); lub

3. Mozliwoéé nasycania weglowodorami i usuwania powstajacych gazowych produktéw rozkladu;
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2B005

2B006

Uwaga techniczna:

Wewnetrzny wymiar komory jest to wymiar komory, w ktdrej zostaly osiggniete zaréwno temperatura robocza, jak i cisnienie
robocze, i nie obejmuje osprzetu. Jest to mniejszy z dwdch wymiaréw: wewnetrznej Srednicy komory cisnieniowej lub
wewnetrznej Srednicy izolowanej komory  piecowej, w zaleznosci od tego, ktora z komdr jest umieszczona wewnqtrz drugiej.

N.B.: W przypadku specjalnie zaprojektowanych matrye, form i oprzyrzadowania sprawdZ pozycje 1B003, 9B009
i Wykaz uzbrojenia.

Nastepujace urzadzenia specjalnie opracowane do osadzania, przetwarzania i automatycznej kontroli czynnej pokry¢ i powlok
nieorganicznych oraz modyfikacji warstw powierzchniowych, z przeznaczeniem do wytwarzania podloZy nieelektronicznych,
technikami wymienionymi w tabeli i uwagach zalaczonych po pozycji 2E003.£. i specjalnie do nich opracowane zautomatyzowane
zespoly do manipulacji, ustalania poloZenia, przenoszenia i sterowania:

a. Urzadzenia produkcyjne do osadzania chemicznego z pary (CVD) ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamigci” posiadajace
wszystkie nastgpujgce cechy charakterystyczne:
N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 2B105.

1. Mozliwo$é nastgpujacych modyfikacji procesu:
a. CVD pulsujace;
b. Rozktad termiczny z regulowanym zarodkowaniem (CNTD); albo
¢. CVD intensyfikowane albo wspomagane plazmowo; i
2. Posiadajace jedna z nastgpujacych cech charakterystycznych:
a. Wyposazone w wysokoprézniowe (réwne lub mniejsze od 0,01 Pa) uszczelnienia wirujace; lub
b. Wyposazone we wbudowane urzadzenia do biezacej regulacji grubosci powtoki;

b. Urzadzenia produkcyjne do implantacji jonéw ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamigci” o nateZeniu wigzki 5 mA albo
wigkszym;

¢. Urzadzenia produkcyjne do elektronowego naparowywania prézniowego (EB-PVD) ze "sterowaniem zaprogramowanym
w pamieci” zaopatrzone w uklady zasilania 0 mocy powyzej 80 kW majace wszystkie z ponizszych podzespoléw:
1. "Laserowy" system regulacji poziomu cieczy, umozliwiajacy precyzyjne sterowanie podawaniem materiatu wsadowego; oraz
2. System sterowanej komputerowo kontroli wydajnosci, dzialajagcy na zasadzie fotoluminescencji zjonizowanych atoméw
w strumieniu odparowanego czynnika, umozliwiajgcy sterowanie wydajnoscia osadzania powlok skladajacych sig z dwéch
lub wigcej pierwiastkow; :

d. Urzadzenia produkcyjne do napylania plazmowego ze "sterowaniem zaprogramowanym Ww pamigci” posiadajace jedng
z nast¢pujacych cech charakterystycznych:
1. Mozliwo$¢ pracy w atmosferze o regulowanym niskim ci$nieniu (réwnym lub mniejszym od 10 kPa, mierzonym powyzej i
w zakresie 300 mm od wylotu dyszy natryskowej) w komorze prézniowej, w ktdrej przed rozpoczgciem napylania mozna
obnizy¢ cisnienie do 0,01 Pa; lub
2. Wyposazenie we wbudowane urzadzenia do sterowania gruboscia powtoki;

e. Urzadzenia produkcyjne do napylania jonowego ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamigci”, w ktérych mozna osiggnaé
prad o gestosci 0,1 mA/mm? lub wyzszej przy wydajnoéci napylania 15 mikrometréw na godzing lub wyzszej;

f. Urzadzenia produkcyjne do napylania tukowo-katodowego ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamigci”, w ktérych sktad
wchodzi zestaw elektromagneséw do sterowania tukiem na katodzie;

g. Urzadzenia produkcyjne do powlekania jonowego ze "sterowaniem zaprogramowanym w pamigci”, umozliwiajace na miejscu
biezgcy pomiar jednego z nastgpujacych parametréw:
1. Grubosci powloki na podlozu i regulacj¢ wydajnosci procesu; lub
2. Wiasciwos$ci optycznych;

UWAGA: Pozycja 2B005 nie obejmuje kontrolg standardowych urzqdzeri do CVD, napylania katodowego, napylania jonowego,
Jjonowego powlekania lub implantacji jonéw specjalnie przeznaczonych dla narzedzi skrawajgcych.

Nastepujace systemy i urzadzenia do kontroli wymiarowej lub pomiaréw:

a. Sterowane komputerowo, "sterowane numerycznie" albo "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci” urzgdzenia do kontroli
wymiarowej, majgce "niepewno$¢ pomiarowg' wzdluz trzech osi (objgtoSciowg) réwng albo mniejsza (lepsza) niz
(1,7 + L/1 000) mikrometra, mierzong czujnikiem o "dokladno$ci" wigkszej (lepszej) niz 0,2 mikrometra (L jest mierzona
dlugoécig w mm), mierzong zgodnie z normg ISO 10360-2;

N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 2B206.

b. Nastgpujace przyrzady do pomiaru przemieszczenia liniowego i katowego:
1. Przyrzady do pomiaru dlugosci posiadajace jedng z nastgpujacych cech charakterystycznych:
a. Bezstykowe uklady pomiarowe o "rozdzielczo$ci" réwnej lub mniejszej (lepszej niz) 0,2 mikrometra w zakresie
pomiarowym do 0,2 mm;
b. Liniowe systemy przetwornikéw napigciowych posiadajgce obie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

241

1. "Liniowo$¢" réwng lub mniejszg (lepsza) niz 0,1 % w zakresie pomiarowym do 5 mm; oraz
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2B007

2B008

2B009

2. Niestabilno$é zera réwna albo mniejszg (lepsza) niz 0,1 % na dzien w standardowej temperaturze pomieszczenia

pomiarowego £ 1 K; lub
¢. Systemy pomiarowe posiadajgce wszystkie nastgpujgce cechy charakterystyczne:

1. Wyposazone w "laser"; i

2. Utrzymujace, przez co najmniej 12 godzin, przy temperaturze wzorcowej z dokladnodcig + 1 K i przy cisnieniu
wzorcowym wszystkie z ponizszych parametréw:
a. "Rozdzielczoéé" w pelnym zakresie wynoszaca 0,1 mikrometra lub mniejszg (lepsza); oraz
b. "Niepewnoéé pomiarowg" réwng lub mniejszg (lepsza) niz (0,2 + L/2 000) mikrometra (L jest mierzong

dlugoscig w mm);

UWAGA:  Pozycja 2B006.b.1. nie obejmuje kontrolg interferometrycznych  systeméw  pomiarowych
nieposiadajgcych zamknigtej lub otwartej petli sprzezenia zwrotnego, zawierajqcej “laser” do pomiaru
bledéw ruchu posuwistego obrabiarek, urzqdzen kontroli wymiarowej lub podobnego wyposazenia.

2. Przyrzady do pomiaru kata o "odchyleniu polozenia katowego” réwnym lub mniejszym (lepszym) niz 0,00025°

UWAGA:  Pozycja 2B006.b.2. nie obejmuje kontrolg przyrzqddéw optycznych, takich jak autokolimatory, w ktérych
do wykrywania odchylenia kqtowego zwierciadla wykorzystywana jest wiqzka $wiatta o réwnoleglym
biegu promieni.

¢. Urzadzenia do pomiaru nieregularnoéci powierzchni poprzez pomiar rozproszenia $wiatta w funkcji kata, posiadajace czutosé
0,5 nm lub mniej (lepsza);

UWAGA I: Obrabiarki, ktére mozna wykorzystaé¢ do celéw pomiarowych sq objete kontrolg, jezeli spetniajq albo wykraczajq
poza kryteria okreslone dla funkcji obrabiarek lub funkcji maszyny pomiarowey.

UWAGA 2: Obrabiarka opisana w pozycji 2B006 jest objeta kontrolg, jezeli jej parametry w jakimkolwiek zakresie eksploatacji
wykruczajq poza wartosci graniczne dla maszyn objetych kontrolg.

Nastgpujace "roboty”, majace jedng z ponizszych cech charakterystycznych, oraz specjalnie do nich opracowane urzadzenia
sterujace i "mechanizmy robocze™:
N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 2B207.

a. Majace mozliwoéé petnego tréjwymiarowego przetwarzania obrazéw lub pelnej tréjwymiarowej analizy obrazéw w czasie
rzeczywistym w celu tworzenia albo modyfikacji "programéw" albo w celu tworzenia lub modyfikacji danych numerycznych
do programu;

Uwaga techniczna:

Ograniczenie dotyczqce ‘analizy obrazéw’ nie obejmuje aproksymacji trzeciego wymiaru poprzez rzutowanie pod zadanym
kqgtem, ani stosowanego w ograniczonym zakresie cieniowania wedlug skali szarosci, stuzqcego do percepcji glebi lub tekstury
dla okreslonych zadan (2 1/2 D);

b. Specjalnie opracowane w taki sposéb, ze spelniaja wymagania krajowych norm bezpieczenistwa, stosowanych w miejscach,
w ktérych znajdujg si¢ wybuchowe §rodki bojowe; oraz

¢c. Specjalnic opracowane lub odpowiednio zabezpieczone przed promieniowaniem, aby wytrzymaé 5 x 10° Gy (Si) bez
pogorszenia parametréw dziatania; fub
Uwaga techniczna:
Termin Gy (Si) odnosi si¢ do energii w Dzulach na kilogram zaabsorbowanej przez nieekranowang probke krzemu wystawiong
na promieniowanie jonizujgee.

d. Specjalnie opracowane do dziatania na wysoko$ciach przekraczajgcych 30 000 m.

Nastepujace zespoly lub podzespoly specjalnie przeznaczone do obrabiarek albo do systemOw lub urzadzen pomiarowych i inspekcji
wymiarOw:

a. Urzadzenia ze sprzezeniem zwrotnym polozenia liniowego (np. urzadzenia typu indukcyjnego, z podziatka stopniows,
urzadzenia na podczerwien lub urzadzenia "laserowe") o catkowitej "doktadnosci" wigkszej (lepszej) niz (800 +(600x L x10%)
nm (L réwna si¢ dlugosci efektywnej w mm);

UWAGA: Dla systeméw “laserowych” sprawdz takze uwage do pozycji 2B006.b.1.;

b. Urzadzenia ze sprzezeniem zwrotnym polozenia obrotowego (np. urzadzenia typu indukcyjnego, z podziatkg stopniows,
urzgdzenia na podczerwien lub urzadzenia "laserowe”) o "dokladnoéei” wigkszej (lepszej) niz 0,00025°;
UWAGA: Dla systeméw “laserowych” sprawd? takze uwage do pozycji 2B006.b.1.;

c. "Stoly obrotowo-przechylne", lub "wrzeciona wychylne", umozliwiajace (wedtug danych technicznych producenta) poprawg
parametréw obrabiarek do albo ponad poziom okreslony w pozycjach 2B.

Maszyny do wyoblania i tloczenia ksztattowego, kiére wedlug specyfikacji technicznej producenta, moga byé wyposazone w
zespoly do “sterowania numerycznego” lub komputerowego, majace wszystkie z ponizszych cech charakterystycznych:
N.B.: Sprawdz takze pozycje 2B109 i 2B209.
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2B104

2B105

2B109

2B116

2B117

2B119

a. Dwie lub wigcej sterowanych osi, z ktérych przynajmniej dwie mogg by¢ réwnoczesnie koordynowane w celu "sterowania
ksztaltowego"; oraz

b. Nacisk walka wigkszy niz 60 kN.

Uwaga techniczna:
Urzqdzenia lqczqce funkcje wyoblania i tloczenia ksztaftowego sq dla potrzeb pozycji 2B009 traktowane jako urzqdzenia do
toczenia ksztattowego.

"Prasy izostatyczne", rézne od uj¢tych w pozycji 2B004, posiadajace wszystkie nastepujace cechy charakterystyczne:
N.B. : Sprawd? takze pozycje¢ 2B204.

a. Maksymalne ci$nienie robocze 69 MPa lub wigksze;

b. Skonstruowane w taki sposb, ze sa w stanie osiagngé i utrzymaé srodowisko o regulowanych parametrach termicznych rzedu
873 K (600 °C) lub wigkszych; oraz

c¢. Posiadajg komore o $rednicy wewnetrznej 254 mm lub wigkszej;

Piece do chemicznego osadzania par (CVD), inne niz wyspecyfikowane w 2B005, skonstruowane lub zmodyfikowane pod katem
zaggszczania kompozytéw wegiel-wegiel.

Maszyny do tloczenia ksztaltowego rézne od wymienionych w pozycji 2B009 oraz specjalnie opracowane do nich elementy, ktére:
N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 2B209.

a. Maszyny do tloczenia ksztaltowego majgce wszystkie nastgpujace cechy:
1. Wedlug specyfikacji technicznej producenta, mogg byé wyposazone w zespoly do sterowania numerycznego lub
komputerowego, nawet wtedy, kiedy nie s wyposaZone w takie zespoly przy dostawie; oraz
2. Maja wigcej niz dwie osie, mogace byé réwnoczesnie synchronizowane w celu "sterowania ksztaltowego".

b. Specjalnie zaprojektowane elementy do maszyn do tloczenia ksztaltowego wymienionych w 2B009 i 2B109.a.
UWAGA: Pozycja 2B109 nie obejmuje kontrolq maszyn nienadajgcych si¢ do produkcji elementéw i urzqdzer systemu napedowego
(np. oston silnikéw) do systeméw wymienionych w pozycji 94005, 94007.a. lub 94105.a.

Uwaga techniczna:
Urzqdzenia tqczqce funkcje wyoblania i tloczenia ksztaftowego sq dla potrzeb pozycji 2B109 traktowane jako urzgdzenia do
tloczenia ksztattowego.

Naste¢pujace urzadzenia do testowania wibracyjnego i ich zespoty:

a. Urzadzenia do testowania wibracyjnego, w ktdérych zastosowano techniki sprzgzenia zwrotnego lub techniki sterowania w
ukladzie zamknigte] petli, wyposazone w sterowniki cyfrowe, przystosowane do wymuszania wibracji o $redniej wartoéci
kwadratowej 10 g lub wigkszej w calym zakresie od 20Hz do 2000 Hz, i dziatajace z silami rzedu 50 kN, mierzonymi "stét bez
utwierdzenia", lub wigkszymi;

b. Sterowniki cyfrowe wspdlpracujgce ze specjalnie opracowanym oprogramowaniem do badann wibracyjnych, cechujace sig¢
pasmem przenoszenia informacji w czasie rzeczywistym powyzej 5 kHz, opracowane pod katem zastosowania w wymienionych
w pozycji 2B116.a. urzadzeniach do badan wibracyjnych;

¢. Mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrzasarki) wyposazone, albo nie, w odpowiednie wzmacniacze, wymuszajgce silg
50 kN, mierzong "bez utwierdzenia", lub wigkszg, i uzywane w wymienionych w pozycji 2B116.a. urzadzeniach do badag
wibracyjnych;

d. Elementy nosne do probek badawczych i urzadzenia elektroniczne opracowane pod katem lgczenia wielu wstrzasarek
w kompletny system do wstrzgsania, umozliwiajacy uzyskanie lacznej sity skutecznej 50 kN, mierzonej “stét bez utwierdzenia”,
lub wigkszej, i nadajace si¢ do stosowania we wspomnianych w pozycji 2B116.a. urzadzeniach do badan wibracyjnych.

Uwaga techniczna: .
W pozycji 2B116 przez pojecie "stét bez utwierdzenia” nalezy rozumiel plaski stét, albo powierzchnie, bez uchwytéw i elementéw
mocujgcych.

$rodki do sterowania urzadzeniami i przebiegiem proceséw, rézne od wyszczeg6lnionych w 2B004, 2B005.a., 2B104 lub 2B105,
skonstruowane lub zmodyfikowane dla zageszczania i pirolizy kompozytéw strukturalnych dysz rakietowych i szpicéw pojazdéw
kosmicznych ladujacych.

Nastgpujace maszyny do wywazania i urzadzenia z tym zwigzane:
N.B. Sprawd7 takze 2B219.

a. Maszyny do wywazania, majgce wszystkie wymienione nizej cechy:
1. nienadajace si¢ do wywazania wirnikéw / zespoléw o masie wigkszej niz 3 kg;
2. nadajgce sie¢ do wywazania wirnikéw / zespoldw przy predkosciach obrotowych wigkszych niz 12 500 obr./min;
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3. nadajace si¢ do korekcji niewywazenia w dwu lub wigcej plaszczyznach;
4. nadajace si¢ do zbalansowania resztkowego niewywazenia wlasciwego 0.2gmm na kilogram masy wirnika;
UWAGA: Poz. 2B119 nie obejmuje kontrolgq wywazarek przeznaczonych lub zmodyfikowanych dla urzqdzeri dentystycznych
i innego sprzetu medycznego.

b. Glowice wskaznikéw przeznaczone lub zmodyfikowane do wykorzystania w maszynach wymienionych w poz. 2B119.a.

Uwaga techniczna.
Glowice wskaznikdw okreslane sq czasami jako oprzyrzqdowanie wywazajqgce..

2B120  Symulatory ruchu lub stoly obrotowe (podzialowe) majgce wszystkie wymienione nizej cechy:
a. Dwie lub wigcej osi;

b. Pierscienie §lizgowe do przekazywania zasilania elektrycznego i/lub informacji sygnalizacyjnych;

¢. Majace jedna z nastgpujgcych cech:

1.  Dla pojedynczej osi charakteryzuja si¢ wszystkimi nastgpujacymi wlasciwosciami:
a. zdolnoscig do przestawiania w tempie 400 stopni/s lub wigcej albo 30 stopni/s lub mniej; i
b. rozdzielczo$cia tempa obracania réwna 6 stopni/s lub mniej i doktadnoscia rdwng 6 stopni/s lub mnie;j.

2. Maja stabilno$¢ dla najgorszego przypadku réwna lub lepsza niz £ 0.05% usredniong w zakresie 10 stopni lub wigkszym;

3. Maja dokladnos¢ ustawiania polozenia réwna lub lepsza niz 5 sekund katowych.

UWAGA: Pozycja 2B120 nie obejmuje kontrolg stotéw obrotowych przeznaczonych lub zmodyfikowanych dla obrabiarek lub sprzetu
medycznego. W sprawie stotéw obrotowych dla obrabiarek patrz poz. 2B008.

2B121 Stoly pozycjonujace (urzadzenia zdolne do precyzyjnego okreSlania polozenia kgtowego w jakiej§ osi), inne niz wymienione
w pozycji 2B120, majace wszystkie nastgpujace cechy:
a. Dwie lub wigcej osi;

b. Doktadno$é wyznaczania potozenia réwna lub lepsza niz 5 sekund katowych.
UWAGA: Pozycja 2B121 nie obejmuje kontroly stotéw obrotowych przeznaczonych lub zmodyfikowanych dla obrabiarek lub sprzetu
medycznego. W sprawie stotéw obrotowych dla obrabiarek patrz poz. 2B008.

2B122 Wiréwki umozliwiajace nadanie przys$pieszenia ponad 100g i posiadajgce pierScienie $lizgowe do przekazywania zasilania
elektrycznego i/lub informacji sygnalizacyjnych;

2B201 Nastepujgce obrabiarki, rézne od wymienionych w pozycji 2B001, do skrawania lub cigcia metali, materialéw ceramicznych lub
“kompozytowych”, ktére wedlug specyfikacji technicznej producenta mogg byé wyposazone w urzadzenia elektroniczne do
jednoczesnego “sterowania ksztaltowego” w dwéch lub wiecej osiach:

a. Frezarki majgce jedng z ponizej wymienionych cech charakterystycznych:
1. Dokladno$é ustalania polozenia, z uwzglednieniem ,,wszystkich mozliwych kompensacji”, wicksza (lepsza) niz 6 wm wzdtuz
dowolnej osti liniowej, wg ISO 230/2 (1988*) lub odpowiednikéw krajowych; lub
2. Dwie lub wigcej konturowe osie obrotu;
UWAGA: Pozycja 2B201.a. nie obejmuje kontroly frezarek majgcych nastgpujqce cechy charakterystyczne:
a. Robocza dtugosé osi x wigksza niz 2 m; oraz
b. Doktadnosé catkowitego ustalenia potozenia wzdtuz osi x wiecej (gorszq) niz 0,30um;

b. Szlifierki majace jedng z ponizej wymienionych cech charakterystycznych:
1. Doktadno$é¢ ustalania potoZenia, z uwzglednieniem ,,wszystkich mozliwych kompensacji”, wieksza (lepsza) niz 0,004 mm
wzdtuz dowolnej osi liniowej wg ISO 230/2 (1988*) lub odpowiednikéw krajowych; lub
2. Dwie lub wigcej konturowe osie obrotu;
UWAGA: Pozycja 2B201.b. nie obejmuje kontrolg nastepujqcych szlifierek:

a. Szlifierek do zewnetrznego, wewnetrznego i zewnetrzno-wewnetrznego szlifowania cylindréw, posiadajgcych

wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

1. Ograniczenie do szlifowania tylko powierzchni cylindrycznych;

2. Maksymalng zewngtrzng Srednice albo diugosé roboczq przedmiotu obrabianego wynoszqcq 150 mm.

3. Posiadanie nie wigcej niz dwu osi, ktére mogg by¢ jednoczesnie koordynowane w celu “sterowania
ksztattowego”; oraz

4. Brak konturowej osi c.

b. Szlifierek wspélrzednosciowych z osiami ograniczonymi do x, y, ¢ i a, gdzie o§ c jest wykorzystywana do
utrzymywania tarczy szlifierskiej w potozeniu normalnym do obrabianej powierzchni, a os a jest sterowana w celu
szlifowania walcowych krzywek bebnowych.

c. Szlifierek do narzedzi lub nozy obrabiarkowych z "oprogramowaniem" specjalnie przeznaczonym do produkcji
narzedzi lub nozy do obrébki.

d. Szlifierek do watéw korbowych i rozrzqdczych.

* Producenci wyliczajacy dokladno$é pozycjonowania zgodnie z ISO 230/2 (1997) powinni konsultowaé si¢ z kompetentnymi
wtadzami pafstwa cztonkowskiego, w ktérym zostali zarejestrowani.
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2B204

"Prasy izostatyczne", rézne od ujgtych w pozycjach 2B004 lub 2B104, i zwigzany z tym sprzet, jak nast¢puje :

a. posiadajace obydwie nastgpujace cechy:

1. zdolne do osiagni¢cia maksymalnego ci$nienia roboczego 69 MPa lub wigkszego; i
2. komore o $rednicy wewngtrznej 152 mm;

b. matryce, formy i zespoly sterujace specjalnie skonstruowane do pras izostatycznych wymienionych w 2B204.a.

2B206

2B207

2B209

Uwaga techniczna:
Wewngtrzny wymiar komory, o ktérym mowa w 2B204, jest to wymiar komory, w ktérej zostaly osiqgnigte zaréwno temperatura

robocza, jak i cisnienie robocze, i nie obejmuje osprzetu. Jest to mniejszy z dwdch wymiaréw: wewnetrznej Srednicy komory
cisnieniowej lub wewnetrznej Srednicy izolowanej komory piecowej, w zaleznosci od tego, ktéra z komor jest umieszczona wewnqtrz
drugiej.

Naste¢pujace maszyny, urzadzenia lub systemy do kontroli wymiarowej, roézne od wymienionych w pozycji 2B006:

a. Sterowane komputerowo lub “sterowane numerycznie” maszyny do kontroli wymiarowej posiadajgce obie z ponizszych cech
charakterystycznych:
1. Dwie lub wigcej osi; oraz
2. “Niepewnoéé pomiarowg” wzdluz jednej z osi réwna lub mniejsza (lepsza) niz (1,25 + L/1000) mikrometra, mierzong
czujnikiem o “dokladnosci” mniej niz (lepszej niz) 0,2 mikrometra ( L jest dlugoscia mierzong w mm) (patrz VDI/VDE 2617
czg$¢ 112);

b. Systemy do jednoczesnej liniowo-katowe;j kontroli pétpowlok, posiadajace obie z ponizszych cech charakterystycznych:
1. “Niepewno$é pomiarows” wzdtuz dowolnej osi liniowej mniej (lepsza) niz 3,5 mikrometra na 5 mm; oraz
2. “Odchylenie polozenia katowego” réwne lub mniejsze niz 0,02°.

UWAGA 1: Obrabiarki, ktére mozna wykorzystaé do celéw pomiarowych, sq objete kontrolg, jezeli speiniajq albo wykraczajq
poza kryteria okreslone dla funkcji obrabiarek lub _funkcji maszyny pomiarowe;.

UWAGA 2: Maszyna opisana w pozycji 2B206 jest objeta kontrolg, jezeli jej parametry w jakimkolwiek zakresie eksploatacji
przekraczajq progowe wartosci graniczne dla maszyn objetych kontrolg.

Uwagi techniczne:
1. Czujniki uzywane do okreslania “niepewnosci pomiarowej” systeméw do kontroli wymiarowej sq opisane w czgsciach 2, 3 i 4
VDI/VDE 2617.

2. Wszystkie parametry wartosci pomiarowych w poz. 2B206 reprezentujq wartosci plus /minus, tj. nie przedziat ogéiny.

Nastepujace "roboty"”, "manipulatory" i jednostki sterujace, rézne od ujgtych w pozycji 2B007:

a. specjalnie skonstruowane zgodnie z krajowymi normami bezpieczenistwa stosowanymi do manipulowania kruszacymi
materiatami wybuchowymi (na przyklad, spelniajace warunki ujgte w przepisach elektrycznych stosowanych w odniesieniu
do kruszacych materiatéw wybuchowych);

b. specjalnie skonstruowane sterowniki do ,,robotéw” i ,,manipulatoréw” wyszczegSlnionych w p. 2B207.a.

Nastepujace maszyny do tloczenia ksztaltowego lub maszyny do wyoblania ksztaltowego majgce mozliwos¢ realizacji funkcji
tloczenia ksztaltowego, rézne od wymienionych w pozycjach 2B009 lub 2B109, lub trzpienie:

a. Maszyny majace obydwie nastgpujace cechy:
1. Trzy lub wigcej walki (aktywne lub prowadzace); oraz
2. Zgodnie ze specyfikacja techniczna producenta moga by¢ wyposazone w uklady “sterowania numerycznego™ lub sterowania
komputerowego;

b. Trzpienie do formowania wirnikéw skonstruowane z przeznaczeniem do formowania wirnikéw o Srednicy wewngtrznej od
75 mm do 400 mm:

UWAGA: Pozycja 2B209.a. obejmuje maszyny majqce tylko pojedynczy watek do deformowania metalu oraz dwa pomocnicze watki
podtrzymujqce trzpiet, ale nieuczestniczqce bezposrednio w procesie deformacji.

2B219 Nastepujace odérodkowe maszyny do wieloplaszczyznowego wywazania, state lub przenosne, poziome lub pionowe:

a. Wywazarki odérodkowe przeznaczone do wywazania podatnych wirmnikéw o diugosci 600 mm lub wigkszej i posiadajace
wszystkie nastgpujace cechy charakterystyczne:
1. wychylenie lub $rednica czopa 75 mm lub wigcej;
2. zdolno$é do wywazania zespoléw o masie od 0,9 do 23 kg; oraz
3. predkosé obrotowa podczas wywazania powyzej S000 obrotéw na minutg;

b. Wywazarki od$rodkowe przeznaczone do wywazania cylindrycznych zespotéw wimnika i posiadajace wszystkie nastgpujjce
cechy charakterystyczne:
1. $rednica czopa 75 mm lub wigcej;
2. zdolno$é do wywazania zespoléw o masie od 0,9 do 23 kg;
3. mozliwo$é wywazania z niewywazeniem szczatkowym rzgdu 0,01 kg mmv/kg lub mniej dla jednej plaszczyzny; oraz
4. napgd pasowy.
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2B225

2B226

2B227

2B228

2B230

Zdalnie sterowane manipulatory, ktére mogg by¢ stosowane do zdalnego wykonywania prac podczas rozdzielania radiochemicznego
oraz do wykonywania prac w komorach goracych majgce wszystkie nizej wymienione cechy:

a. Posiadajace mozliwoéé wykonywania operacji przez $ciang ostonowa komory goracej o grubosci 0,6 m Iub wigcej (dla operacji
wykonywanych przez $ciang); lub

b. Posiadajgce mozliwo$é wykonywania operacji ponad gérna krawgdzig $ciany ostonowej komory goracej (tzw. mostkowania) o
grubosci 0,6 m lub wigkszej (dla operacji wykonywanych ponad $ciana).

Uwaga techniczna:
Zdalinie sterowane manipulatory przeksztatcajq dziatanie cztowieka na ramig robocze i uchwyt koricowy. Mogq one miec sterowanie
mechaniczne oraz przez joystick lub klawiature.

Piece indukcyjne z regulowang atmosferg (prézniowe lub z gazem obojgtnym) i instalacje do ich zasilania, jak nastgpuje:
N.B.: Sprawdi takze pozycj¢ 3B.

a. Piece charakteryzujace si¢ wszystkimi nizej wymienionymi cechami:
1. zdolne do pracy w temperaturach powyzej 1123 K (850°C);
2. wyposazone w cewki indukcyjne o §rednicy 600 mm lub mniejszej; 1
3. charakteryzujgce si¢ poborem mocy 5 kW lub wigkszym;

b. specjalnie skonstruowane instalacje zasilajace o wydajnosSci nominalnej 5 kW lub wigkszej do  zasilania piecow
wyszczegdlnionych w 2B226.

UWAGA: Pozycja 2B226 nie obejmuje kontrolg piecéw przeznaczonych do przetwarzania plytek pétprzewodnikowych.

Nastgpujace piece metalurgiczne i odlewnicze, prézniowe i inne z regulowana atmosferg; oraz specjalnie do nich opracowane
komputerowe instalagje do sterowania i §ledzenia przebiegu proceséw:

a. Lukowe piece do przetapiania i odlewania, majace obydwie nast¢pujace cechy:
1. wyposazone w elektrodg topliwa o pojemnoéci od 1000 cm® do 20 000 cm’ i
2. zdolne do pracy w temperaturach topnienia powyzej 1973 K (1700°C);

b. Piece do topienia wigzkg elektrondw oraz plazmowe piece do atomizacji 1 topienia, majace obydwie nastgpujace cechy:
3. o mocy 50 kW lub wigkszej; i
4. zdolne do pracy w temperaturach topnienia powyzej 1473 K (1200°C);

c. komputerowe instalacje do sterowania i §ledzenia przebiegu proceséw specjalnie skonfigurowane do piecéw wyszczegblnionych
w2B227.a. lubb.

Urzadzenia do wytwarzania i montazu wirnikéw oraz trzpienie i matryce do formowania mieszkéw, jak nastgpuje:

a. Urzadzenia do montazu wirnikéw przeznaczone do montazu elementéw wirnikéw gazowych wirdwek odsrodkowych, kierownic
i pokryw;

UWAGA: Pozycja 2B228.a. obejmuje precyzyjne trzpienie, zaciski i maszyny do pasowania skurczowego.

b. Urzadzenia do prostowania wirnikéw przeznaczone do osiowania poszczegdlnych sekcji wirnika odérodkowego na jednej
wspdlnej osi.
Uwaga techniczna:
Zazwyczaj urzqdzenie tego typu posiada bardzo doktadne czujniki pomiarowe polgczone z komputerem, ktory nastgpnie steruje
pracq, na przyktad, pneumatycznego bijaka stosowanego do pozycyjnego strojenia poszczegdlnych sekcji wirnika.

c. Trzpienie i matryce do formowania mieszkéw oraz do wytwarzania mieszkéw jednozwojowych.

Uwaga techniczna:

Mieszki, o ktérych mowa w 2B228.c., majq nastgpujqce wszystkie cechy:

1. Srednica wewnetrzna od 75 mm do 400 mm;

2. dlugosé 12,7 mm lub wigksza;

3. glebokosé pojedynczego zwinigcia powyzej 2 mm.;

4. mieszki wykonane z wysokowytrzymalych stopow aluminium, stali maraging lub wysokowytrzymalych materialéw
widkienkowych.

“Przetworniki ci$nienia” zdolne do pomiaru ci$nienia bezwzgl¢dnego w dowolnym punkcie przedziatu od 0 do 13 kPa, majace
obydwie nastgpujace cechy:

a. wyposazone w czujniki ci$niefi wykonane z niklu, stopéw niklu o zawarto$ci wagowej niklu ponad 60%, aluminium lub stopéw
aluminium albo tez zabezpieczone tymi materialami; i
b. posiadajgce jedna z ponizszych cech charakterystycznych:
1. pelny zakres pomiarowy ponizej 13 kPa i ‘dokladno$¢’ lepsza niz + 1% (w calym zakresie); lub

7

2. pelny zakres pomiarowy od 13 kPa wzwyz i ‘dokladnoéé’ lepsza niz + 130 kPa.

Uwaga techniczna:
Dla potrzeb pozycji 2B230 pojecie ‘dokiadnosé’ obejmuje nieliniowos¢, histereze i powtarzalnosé w temperaturze otoczenia.
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2B231

2B232

2B350

Pompy prézniowe majace wszystkie nizej wymienione cechy:

a. gardziel wlotowg o $rednicy 380 mm lub wigkszej;
b. wydajnosci pompowania 15 m*/s lub wigksza; i
¢. zdolne do wytwarzania prézni koficowej o ci$nieniu ponizej 13 mPa.

Uwagi techniczne:
1. Wydajnosé¢ pompowania okresla sig, wykonujgc pomiar z uzyciem azotu lub powietrza.
2. Préznig koricowq okresla sie na wlocie do pompy po jego zatkaniu.

Wielostopniowe wyrzutnie gazowe lub inne urzadzenia do wyrzucania obiektéw z wysoka predkoscia (cewkowe,
elektromagnetyczne, elektrotermiczne lub inne nowoczesne systemy tego typu) zdolne do przyspieszania pociskéw do predkosci
2 km/s Tub wigkszej.

Nastepujace instalacje i urzadzenia do produkeji substancji chemicznych:

a. Zbiorniki reakcyjne lub reaktory, wyposazone w mieszadia lub bez nich, o catkowitej pojemno$ci wewnetrznej (geometrycznej)
powyzej 0,1 m° (100 litréw) i ponizej 20 m> (20 000 litréw), w ktérych wszystkie powierzchnie stykajace si¢ bezposrednio
z wytwarzanym lub znajdujacym si¢ w nich Srodkiem chemicznym (lub $rodkami chemicznymi) sa wykonane z jednego
Z nastgpujgcych materiatéw:

Stopéw o zawarto$ci powyzej 25% wagowych niklu i 20% wagowych chromu;

Polimeréw fluorowych;

Szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykladanych szktem);

Niklu lub stopéw o zawartoscei niklu powyzej 40% wagowych;

Tantalu lub stopéw tantalu;

Tytanu lub stopdw tytanu; albo

Cyrkonu lub stopéw cyrkonu,

N hA WD~

b. Mieszadlta do zbiornikéw reakcyjnych lub reaktoréw, w kiérych wszystkie powierzchnie stykajace si¢ bezpoérednio
z wytwarzanym lub znajdujagcym si¢ w nich $rodkiem chemicznym (lub $rodkami chemicznymi) sa wykonane z jednego
z nastgpujacych materiatéw:

Stopéw o zawartoéci niklu powyzej 25% wagowych i 20% wagowych chromu;

Polimeréw fluorowych;

Szkta (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykladanych szkiem);

Niklu lub stopéw o zawartoséci niklu powyzej 40% wagowych;

Tantalu lub stopéw tantalu;

Tytanu lub stopéw tytanu; albo

Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

N -

c. Zbiomniki magazynowe, zasobniki lub odbiorniki o calkowitej pojemnosci wewnetrznej (geometrycznej) powyzej 0,1 m’

(100 litréw), w ktérych wszystkie powierzchnie stykajace si¢ bezposrednio z wytwarzanym lub znajdujgcym si¢ w nich
$rodkiem chemicznym (lub $rodkami chemicznymi) sg wykonane z jednego z nastgpujgcych materialéw:

Stopdw o zawartoéci niklu powyzej 25% wagowych i 20% wagowych chromu;

Polimeréw fluorowych;

Szkta (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykladanych szklem);

Niklu lub stopéw o zawartosci niklu powyzej 40% wagowych;

Tantalu lub stopéw tantalu;

Tytanu lub stopdw tytanu; albo

Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

Nk LD~

d. Wymienniki ciepta lub skraplacze o polu powierzchni wymiany ciepla powyzej 0,15 m?, ale ponizej 20 m?, w ktérych wszystkie
powierzchnie stykajace sig bezposrednio z wytwarzanym $rodkiem chemicznym (lub $rodkami chemicznymi) sg wykonane z
jednego z nastgpujacych materiatéw:

Stopdw o zawartosci niklu powyzej 25% wagowych 1 20% wagowych chromu;

Polimeréw fluorowych;

Szkia (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykladanych szktem);

Grafitu lub "grafitu weglowego" ;

Niklu lub stopéw o zawartosci niklu powyzej 40% wagowych,

Tantalu lub stopdw tantalu;

Tytanu lub stopéw tytanu; albo

Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

PN B D

e. Kolumny destylacyjne lub absorpcyjne o $rednicy wewngtrznej powyzej 0,1 m, w ktdrych wszystkie powierzchnie stykajace sie
bezposrednio z wytwarzanym $rodkiem chemicznym (lub $rodkami chemicznymi) sa wykonane z jednego z nastgpujacych
materiatéw:

1. Stopéw o zawartosci niklu powyzej 25% wagowych i 20% wagowych chromu;
2. Polimeréw fluorowych;
3. Szkta (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wyktadanych szkiem);
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Grafitu lub “grafitu wegglowego';

Niklu lub stopéw o zawarto$ci niklu powyzej 40% wagowych;
Tantalu lub stopéw tantalu;

Tytanu lub stopéw tytanu; albo

Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

P NN

Zdalnie sterowane urzadzenia napelniajace, w ktoérych wszystkie powierzchnie stykajace si¢ bezposrednio z wytwarzanym
$rodkiem chemicznym (lub $rodkami chemicznymi) sa wykonane z jednego z nastgpujgcych materiatéw:

1. Stopéw o zawartoéci niklu powyzej 25% wagowych 1 20% wagowych chromu;

2. Niklu Iub stopbéw o zawarto$ci niklu powyzej 40% wagowych;

Zawory z uszczelnieniem wielokrotnym wyposazone w okna do wykrywania nieszczelnoéci, zawory z uszczelnieniem
mieszkowym, zawory zwrotne lub zawory przeponowe, w kidrych wszystkie powierzchnie stykajgce si¢ bezposrednio
z wytwarzanym lub znajdujacym si¢ w nich $rodkiem chemicznym (lub $rodkami chemicznymi) sa wykonane z jednego
7 nastgpujacych materiatow:

Stopéw o zawarto$ci niklu powyzej 25% wagowych i 20% wagowych chromu;

Polimeréw fluorowych;

Szkta (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wykladanych szklem);

Niklu lub stopéw o zawarto$ci niklu powyzej 40% wagowych;

Tantalu lub stopdw tantalu;

Tytanu lub stopdw tytanu; albo

Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

N EWN -

Rury wielo$ciankowe wyposazone w okna do wykrywania nieszczelnoéci, w ktorych wszystkie powierzchnie stykajace sig
bezpodrednio z wytwarzanym lub znajdujacym si¢ w nich érodkiem chemicznym (lub $rodkami chemicznymi) sa wykonane
z jednego z nastgpujgcych materialow:

Stopdw o zawarto$ci niklu powyzej 25% wagowych 1 20% wagowych chromu;

Polimerdw fluorowych;

Szkla (w tym materiatéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wyktadanych szklem);

Grafitu lub “grafitu weglowego’;

Niklu lub stopdw o zawartosci niklu powyzej 40% wagowych;

Tantalu lub stopdw tantalu;

Tytanu lub stopéw tytanu; albo

Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

XN P WD

Pompy wielokrotnie uszczelnione, obudowane, z napgdem magnetycznym, mieszkowe lub przeponowe, o maksymalnym
natezeniu przeptywu wedltug specyfikacji producenta powyzej 0,6 m>/godzing, lub pompy prézniowe o maksymalnym nat¢zeniu
przeptywu wedtug specyfikacji producenta powyzej 5 m*/godzing (w znormalizowanych warunkach temperatury (273 K (0°C))
i ciénienia (101,3 kPa)), w ktdrych wszystkie powierzchnie stykajace si¢ bezposrednio z wytwarzanym lub znajdujacym sig w
nich §rodkiem chemicznym (lub §rodkami chemicznymi) sg wykonane z jednego z nastgpujacych materialéw:

Stopéw o zawartosci niklu powyzej 25% wagowych i1 20% wagowych chromu;

Materiatléw ceramicznych;

Zelazokrzemu;

Polimeréw fluorowych;

Szkla (w tym materialéw powlekanych szkliwami lub emaliowanych albo wyktadanych szkitem);

Grafitu lub “grafitu weglowego';

Niklu lub stopéw o zawartosci niklu powyzej 40% wagowych;

Tantalu ub stopéw tantalu;

Tytanu lub stopéw tytanu; albo

Cyrkonu lub stopéw cyrkonu;

SOoENALA LN

Piece do spalania, przeznaczone do niszczenia substancji chemicznych wyspecyfikowanych w pozycji 1C350, wyposazone
w specjalnie skonstruowane instalacje do doprowadzania odpadéw, specjalne urzadzenia do manipulowania i komorg
o przecigtnej temperaturze spalania powyzej 1273 K (1000 °C), w ktdrych wszystkie powierzchnie w instalacji do
doprowadzania odpadéw stykajace si¢ bezposrednio z odpadami sa wykonane z jednego z nastgpujacych materialéw lub nim
wylozone: ]

1. Stopdw o zawarto$ci niklu powyzej 25% wagowych 1 20% wagowych chromu;

2. Materialéw ceramicznych; lub

3. Niklu lub stopéw o zawarto$ci niklu powyzej 40% wagowych;

Uwaga techniczna:
‘Grafit weglowy ' jest kompozycjq wegla amorficznego i grafitu, w ktdrej wagowa zawarto$¢ grafitu wynosi 8% lub  powyzej.

2B351 Nastepujace instalacje do monitorowania gazéw toksycznych; oraz przeznaczone do nich czujniki:

a. Skonstruowane z przeznaczeniem do pracy ciaglej i zdolne do wykrywania chemicznych substancji bojowych lub $rodkdéw

chemicznych wyspecyfikowanych w pozycji 1C350 w stgzeniach ponizej 0,3 mg/m’; lub

b. Skonstruowane z przeznaczeniem do wykrywania aktywno$ci wstrzymujacej cholinoesteraze.
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2B352

Nastepujace urzadzenia przeznaczone do uzytkowania przy postgpowaniu z materiatami biologicznymi:
a. Kompletne biologiczne obudowy zabezpieczajgce na poziomie P3, P4;

Uwaga techniczna:
Poziomy zabezpieczenia P3 lub P4 (BL3, BL4, L3, L4) wedlug specyfikacji zawartej w instrukcji WHO w sprawie
Bezpieczeristwa Biologicznego Laboratoriéw (Genewa, 1983).

b. Fermentory (kadzie fermentacyjne) pozwalajgce na namnazanie patogennych “mikroorganizméw” i wiruséw lub umozliwiajace
produkcje “toksyn”, bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadajace pojemno$¢ réwna 100 litréw lub wigksza;

Uwaga techniczna:
Do kadzi fermentacyjnych zalicza sig bioreaktory, chemostaty oraz instalacje o przeplywie ciggtym.

¢c. Separatory odérodkowe, zdolne do cigglego oddzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadajace wszystkie nastgpujace
cechy charakterystyczne:
1. Natezenie przepltywu powyzej 100 litréw na godzing;
2. Elementy z polerowanej stali nierdzewnej lub tytanu;
3. Jedno lub wigcej zlacz z podwéjnym lub wielokrotnym uszezelnieniem w obszarze wystgpowania pary wodnej; oraz
4. Zdolne do sterylizacji in situ w stanie zamknigtym;

Uwaga techniczna:
Do separatoréw odsrodkowych zalicza si¢ réwniez dekantery.

d. Urzadzenia do filtrowania typu cross-flow, zdolne do cigglego rozdzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli, posiadajace obie
ponizsze cechy charakterystyczne:
1. Pole powierzchni 5 metréw kwadratowych lub wigksze; oraz
2. Zdolne do sterylizacji na miejscu;

e. Sterylizowane para wodna urzadzenia do liofilizacji o wydajnosci kondensatora w zakresie od 50 kg lodu w ciagu 24 godzin
do 1000 kg lodu w ciagu 24 godzin;

f. Nastepujace urzadzenia zawierajace obudowy ochronne kategorii P3 lub P4 lub w nich zawarte:
1. Pelne lub cze$ciowe obudowy ochronne z niezalezng wentylacj;
2. Komory bezpieczne pod wzgledem biologicznym lub izolowane pojemniki, w ktérych mozna pracowaé recznie
z zachowaniem warunkéw odpowiadajacych ochronie biologicznej na poziomie Klasy III;
UWAGA: W pozycji 2B352.f2. przez pojecie pojemniki izolowane naleiy réwniez rozumieé elastyczne pojemniki
izolowane, komory suche, komory anaerobowe oraz komory rekawowe.

g. Komory do testowania aerozoli zawierajacych "mikroorganizmy" lub "toksyny" i majace pojemno$é 1 m® lub wicksza.

2C  Materialy

Zadne.

2D  Oprogramowanie

2Doo1

2D002

2D101

2D201

2D202

2E

2E001

2E002

"Oprogramowanie", rézne od ujgtego w 2D002, specjalnie opracowane albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do "rozwoju",
"produkcji” lub "uzytkowania" urzadzen ujgtych w pozycjach 2A001 lub 2B001 do 2B009.

“Oprogramowanie” urzadzef elektronicznych, nawet rezydujace w elementach elektronicznych urzadzenia lub systemu,

pozwalajgce im dziataé jako jednostki “sterowania numerycznego , umozliwiajace jednoczesna koordynacj¢ wigeej niz czterech osi
w celu “sterowania ksztaltowego™.

UWAGA: Pozycja 2D002 nie obejmuje kontrolq “oprogramowania” specjalnie opracowanego lub modyfikowanego do obstugi
obrabiarek nieobjetych kontrolqg w Kategorii 2.

"Oprogramowanie" specjalnie opracowane lub zmodyfikowane do "uzytkowania" urzadzeii wyspecyfikowanych w pozycjach
2B104,2B105, 2B109, 2B116, 2B117, 2B119 do 2B122.
N.B.: Sprawdz takze pozycj¢ 9D004.

"Oprogramowanie"” specjalnie opracowane do "uzZytkowania" urzadzef wyspecyfikowanych w pozycjach 2B204, 2B206, 2B207,
2B209,2B219 1ub 2B227.

“Oprogramowanie” specjalnic opracowane lub zmodyfikowane do “rozwoju”, “produkcji” lub ‘“uzytkowania” urzadzer
wyspecyfikowanych w pozycji 2B201.

Technologia

"Technologie” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii przeznaczone do "rozwoju" urzadzen lub "oprogramowania” ujgtych
w pozycjach 2A, 2B lub 2D.

"Technologie" wedlug Uwagi ogélnej do technologii przeznaczone do "produkcji" urzadzen ujgtych w pozycjach 2A lub 2B.
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2E003 Nastgpujace inne "technologie™:

a. "Technologie” umozliwiajace "rozw(j" grafiki interakcyjnej, stanowigcej integralng cz¢$¢ urzadzen "sterowanych numerycznie”,
przeznaczonej do przygotowania lub modyfikacji programéw obrobki czgsci;

b. Nastepujace produkcyjne "technologie" obrébki metali:
1. Technologie projektowania narzedzi, form lub uchwytéw specjalnie opracowane do jednego z nastgpujacych proceséw:

a.
b.

C.

"Obrébki w stanie nadplastycznym”;
"Zgrzewania dyfuzyjnego”;
"Bezposredniego tloczenia hydraulicznego";

2. Dane techniczne, obejmujace metody lub parametry procesu, stosowane do sterowania przebiegiem nastgpujacych proceséw:

a.

b.

"Obrébka w stanie nadplastycznym" stopdéw aluminium, stopéw tytanu lub "nadstopéw'™:
1. Przygotowanie powierzchni;

2. Wiasciwosci plastyczne;

3. Temperatura;

4. Cisnienie;

"Zgrzewanie dyfuzyjne"” "nadstopéw" lub stopéw tytanu:

1. Przygotowanie powierzchni;

2. Temperatura;

3. Ciénienie;

"Bezposrednie tloczenie hydrauliczne” stopéw aluminium i stopdw tytanu:

1. Ci$nienie;

2. Czas cyklu;

"Izostatyczne prasowanie na gorgco” stopdw tytanu, stopéw aluminium lub "nadstopéw":
1. Temperatura;

2. Ciénienie;

3. Czas cyklu;

¢. "Technologie" do "rozwoju" lub "produkcji" obciagarek hydraulicznych i form do nich, do wytwarzania struktur platowca;

d. “Technologie” umozliwiajgce “rozwd;j” generatoréw instrukcji dla obrabiarek (np. programéw do obrébki czgéci) na podstawie
danych konstrukcyjnych rezydujacych w urzadzeniach “sterowanych numerycznie”;

« . S « [« . . . .

e. “Technologie” umozliwiajace “rozwdj” “oprogramowania’ zintegrowanego do wprowadzania systeméw eksperckich,
przeznaczonych do wspomagania procesu decyzyjnego podczas operacji warsztatowych, do urzadzen “sterowanych
numerycznie”;

f. "Technologie" do nakladania powlok nieorganicznych albo powlok nieorganicznych modyfikowanych powierzchniowo
(wymienionych w kolumnie 3 ponizszej tabeli) na podloza nieelektroniczne ( wymienione w kolumnie 2 ponizszej tabeli) za
pomocy proceséw wymienionych w kolumnie 1 ponizszej tabeli i zdefiniowanych w uwadze technicznej;

( * Indeksy w nawiasach odnoszq sig do uwag zamieszczonych pod tabelg.)

TABELA - TECHNIKI POWLEKANIA

1. Technika powlekania (1)° 2. Podtoze 3. Powloka wynikowa
A. Osadzanie z pary lotnej (CVD) "Nadstopy” (19) Glinki na kanaly wewngtrzne
Materialy ceramiczne i szklo o matym Krzemki
wsp6tczynniku rozszerzalnosci cieplnej (14) Wegliki
Warstwy dielektryczne (15)
Diament

Wegiel diamentopodobny (17)

"Materiaty kompozytowe" na “matrycy” wegiel- | Krzemki

wegiel, ceramicznej i metalowej Wegliki

Metale ogniotrwate
Mieszanki powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)
Glinki

Glinki stopowe (2)

Azotek boru

Spickane wegliki wolframu (16), Wegliki

weglik krzemu (18) Wolfram

Mieszanki powyzszych (4)
Warstwy dielektryczne (15)

Molibden i stopy molibdenu Warstwy dielektryczne (15)
Beryl i stopy berylu Warstwy dielektryczne (15)

Diament
Wegiel diamentopodobny (17)
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Materiaty na okienka wziemikowe (9)

Warstwy dielektryczne (15)
Diament
Wegiel diamentopodobny (17)

B. Termiczne naparowywanie prézniowe
(TE-PVD)
1. Naparowywanie prézniowe (PVD):
Wigzka elektronéw (EB-PVD)

B.2. Napylanie technikg ogrzewania
OpOrowego  Wspomaganego jonowo
(Napylanie jonowe)

B.3. Napylanie prézniowe: "odparowywanie
laserowe"

B4. Naparowywanie prézniowe: za pomocg
tuku katodowego

"Nadstopy"

Materialy ceramiczne (19) i szklo o malym
wspétczynniku rozszerzalnodci cieplnej (14)

Stale odpome na korozjg (7)

"Materialy kompozytowe" na “matrycy” wegiel-
wegiel, ceramicznej i metalowej

Spiekane wegliki wolframu (16),
weglik krzemu (18)

Molibden i stopy molibdenu

Beryl i stopy berylu

Materiaty na okienka wziemikowe (9)

Stopy tytanu (13)

Materialty ceramiczne (19) i szkla o matym
wspoiczynniku rozszerzalnoscei cieplnej (14)

"Materialy kompozytowe" na “matrycy” wegiel-
wegiel, ceramicznej i metalowe;j

Spiekane wegliki wolframu (16), weglik krzemu
Molibden i stopy molibdenu

Beryl i stopy berylu

Materiaty na okienka wziernikowe (9)

Materiaty ceramiczne (19) i szkla o malym
wspdtczynniku rozszerzalnosci cieplnej (14)

"Materialy kompozytowe™ na “matrycy” wggiel-

~ wegiel, ceramicznej i metalowe;j

Spiekane wegliki wolframu (16), weglik krzemu
Molibden i stopy molibdenu
Beryl i stopy berylu

Materiaty na okienka wziernikowe (9)

"Nadstopy"

Krzemki stopowe

Glinki stopowe (2)

MCrAIX (5)
Zmodyfikowany cyrkon (12)
Krzemki

Glinki

Ich mieszaniny (4)

Warstwy dielektryczne (15)

MCrAIX (5)
Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)
Ich mieszanki (4)

Krzemki

Wegliki

Metale ognioodporne

Ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)
Azotek boru

Wegliki

Wolfram

Ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)
Borki
Beryl
Warstwy dielektryczne (15)

Borki
Azotki

Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)

Krzemki
Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)

Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)
Warstwy dielektryczne (15)

Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)
Krzemki stopowe.

Glinki stopowe (2)

MCrAIX (5)
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"Materiaty kompozytowe" na
polimerowej (11) i organicznej

“matrycy”

Borki

Wegliki

Azotki

Wegiel diamentopodobny (17)

C. Osadzanie fluidyzacyjne (patrz A po-
wyzej dla innych technik) (10)

"Materialy kompozytowe" na “matrycy” wegiel-
wegiel, ceramicznej i metalowe;j

Stopy tytanu (13)

Metale i stopy ogniocodpome (8)

Krzemki

Wegliki

Ich mieszanki (4)
Krzemki

Glinki

Glinki stopowe (2)
Krzemki

Tlenki

D. Napylanie plazmowe

"Nadstopy"

Stopy aluminium (6)

Metale i stopy ognioodporne (8)

Stale odpore na korozj¢ (7)

Stopy tytanu (13)

MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)
Ich mieszanki (4)

Materiat $cierny nikiel-grafit

Materiat §ciemy Ni-Cr-Al-Bentonit
Materiat $cierny Al-Si-Poliester

Glinki stopowe (2)

MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)
Krzemki

Ich mieszanki (4)

Glinki

Krzemki

Wegliki

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)
MCrAIX (5)
Ich mieszanki (4)

Wegliki

Glinki

Krzemki

Glinki stopowe (2)

Materiaty $cierne nikiel-grafit
Materiaty $cierne Ni-Cr-Al
Materialy $cieme Al-Si-Poliester

E. Powlekanie zawiesinowe

Metale i stopy ognioodpormne (8)

"Materialy kompozytowe” na “matrycy” wegiel-
wegiel, ceramicznej i metalowej

Krzemki stopione

Glinki stopione z wyjatkiem elementéw do
nagrzewania oporowego

Krzemki

Wegliki

Ich mieszanki (4)

F. Rozpylanie jonowe

"Nadstopy"

Materialy ceramiczne i szkla o
wspotczynniku rozszerzalnosci cieplnej (14)

matym

Stopy tytanu (13)

“Materiaty kompozytowe” na “matrycy” wegiel-
wegiel, ceramicznej i metalowej

Krzemki stopowe

Glinki stopowe (2)

Glinki zmodyfikowane metalem szlachetnym (3)
MCrAIX (5)

Zmodyfikowany tlenek cyrkonowy (12)

Platyna

Ich mieszanki (4)

Krzemki

Platyna

Ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)

Borki

Azotki

Tlenki

Krzemki

Glinki

Glinki stopowe (2)
Wegliki

Krzemki

Wegliki

Metale ognioodpome

Ich mieszanki (4)

Warstwy dielektryczne (15)
Azotek boru
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Spiekane wegliki wolframu (16), Wegliki
weglik krzemu (18) Wolfram
Ich mieszanki (4)
Warstwy dielektryczne (15)
Azotek boru
Molibden i stopy molibdenu Warstwy dielektryczne (15)
Beryl i stopy berylu Borki
Warstwy dielektryczne (15)
Beryl
Materiaty na okienka wziernikowe (9) Warstwy dielektryczne (15)
Wegiel diamentopodobny (17)
Metale i stopy ognioodporne (8) Glinki
Krzemki
Tlenki
Wegliki
G. Implantacja jonéw Zarowytrzymale stale lozyskowe Dodatki chromu, tantalu lub niobu
Stopy tytanu (13) Borki
Azotki
Beryl i stopy berylu Borki
Spiekany weglik wolframu (16) Wegliki
Azotki

UWAGI DO TABELI TECHNIK POWLEKANIA

(1) Termin "technika powlekania” obejmuje zaréwno naprawe i odnawianie powtok, jak i nakladanie nowych.

(2) Termin "powltoka z glinku stopowego” obejmuje powloki uzyskane w procesie jedno- albo wieloetapowym, w kiérym kazdy pierwiastek
albo pierwiastki sq nakiadane przed albo podczas nakladania powltoki glinkowej, nawet jezeli pierwiastki te sq nakiadane podczas
innego procesu powlekania. Jednakze nie obejmuje to przypadku wieloetapowego stosowania jednostopniowych proceséw osadzania
Sfluidyzacyjnego, majgcego na celu uzyskanie glinkéw stopowych.

(3) Termin "powloka z glinku modyfikowanego metalem szlachetnym" obejmuje powtoki wytwarzane w procesie wieloetapowym, podczas
ktérego przed potozeniem powloki z glinku na podloie nakiadany jest, w innym procesie powlekania, jeden albo kilka metali
szlachetnych.

(4) Termin “mieszanki” obejmuje kombinacje, kiére skiadajq si¢ z przesyconego materiatem powloki podtoza, skladnikéw posrednich,
materiatu wspétosadzonego oraz wielowarstwowego materiatu osadzonego i sq wytwarzane jedng albo kilku technikami powlekania,
wymienionymi w tabeli.

(5) Przez termin MCrAIX nalezy rozumieé powlokg stopowq, w ktorej M oznacza kobalt, Zelazo, nikiel lub ich kombinacje, a X hafn, itr,
krzem, tantal w dowolnych lub innych zamierzonych ilosciach dodatkowych, wynoszqcych powyzej 0,01 procenta wagowych w roznych
proporcjach i kombinacjach, z wyjqtkiem:

a. Powtok CoCrAlY, w ktérych znajduje sie ponizej 22 procent wagowych chromu, ponizej 7 procent wagowych aluminium i ponizej
2 procent wagowych itru;

b. Powtok CoCrAlY, w ktérych znajduje sig 22 do 24 procent wagowych chromu, 10 do 12 procent wagowych aluminium i 0,5 do
0,7 procent wagowych itru; lub

¢. Powlok NiCrAlY, w ktérych znajduje si¢ 21 do 23 procent wagowych chromu, 10 do 12 procent wagowych aluminium i 0,9 do
1,1 procent wagowych itru.

(6) Termin "stopy aluminium” dotyczy stopéw, ktérych wytrzymatosé na rozcigganie, mierzona w temperaturze 293 K (20°C), wynosi
190 MPa lub wigcej.

(7) Termin "stale odporne na korozjg" odnosi sig¢ do stali serii 300 wedtug AISI (American Iron and Steel Institute) lub réwnowaznych

norm krajowych.

(8) Do metali zarowytrzymalych zaliczajq sig nastgpujgce metale i ich stopy: niob, molibden, wolfram i tantal.

(9) Nastepujgce “materialy na okienka wziernikowe”: tlenek glinu, krzem, german, siarczek cynku, selenek cynku, arsenek galu, diament,
fosforek galu inastgpujgce halogenki metali: materialy na okienka wziernikowe o Srednicy powyiej 40 mm z fluorku cyrkonu
i fluorku hafnu.

(10) Kategoria 2 nie objeta kontrolg "technologii” jednoetapowego wutwardzania technikq cieplno-chemiczng litych profili
aerodynamicznych.

(11) Nastgpujqgce polimery: poliimidy, poliestry, polisiarczki, poliweglany i poliuretany.

(12) Przez termin zmodyfikowany tlenek cyrkonowy nalezy rozumiel tlenek cyrkonowy z dodatkami innych tlenkéw metali, np. tlenku
wapnia, tlenku magnezu, tlenku itru, tlenku hafnu, tlenkéw lantanowcow itp. w celu stabilizacji pewnych faz krystalicznych i sktadnikéw
faz. Kontrola nie dotyczy powlok antytermicznych wykonanych z tlenku cyrkonowego modyfikowanego poprzez mieszanie albo
stapianie z tlenkiem wapnia albo magnezu.

(13) Przez termin stopy tytanu nalezy rozumieé stopy stosowane w technice kosmicznej, ktérych wytraymatos¢ na rozcigganie, mierzona w
temperaturze 293 K (20°C), wynosi 900 MPa lub wigcej.

(14) Przez termin szkia o malym wspdéiczynniku rozszerzalnosci ciepinej naleiy rozumieé szkla, dla ktdrych wartosé wspdlczynnika
rozszerzalnosci cieplnej, mierzona w temperaturze 293 K (20°C), wynosi I x 1 07 K lub mniej.
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(15) Przez termin warstwy dielektryczne nalezy rozumieé powloki wielowarstwowe z materiatéw izolacyjnych, w ktdrych interferencyjne

wlasciwodci konstrukcji ztozonej z materialéw o réznych wspétczynnikach zatamania sq wykorzystywane do odbijania, przepuszczania
lub pochtaniania fal o réinych dlugosciach. Jako warstwy dielektryczne nalezy rozumieé materialy sktadajqce sig z wigcej niz czterech
warstw dielektrycznych lub "kompozytéw" z materiatéw dielektrycznych i metali.

(16) Spiekany weglik wolframu nie obejmuje materialéw na narzedzia skrawajqce i formujgce wykonane z weglika wolframu/(kobaltu,

niklu), weglika tytanu/(kobaltu, niklu), weglika chromu/nikiel-chrom i weglika chromu/nikiel.

(17) Nie podlega kontroli “technologia” specjalnie opracowana do nakladania wegla diamentopodobnego na nastgpujqcych produktach:

dyski i gtowice magnetyczne, urzqdzenia do wytwarzania produktéw jednorazowych, zawory do kranéw, membrany do glosnikéw,
czesci silnikéw samochodowych, narzedzia tnqce, matryce do tloczenia-wykrawania, sprzet do automatyzacji prac biurowych,
mikrofony, urzqgdzenia medyczne.

(18) “Weglik krzemu” nie obejmuje materiatéw dla narzedzi do cigcia i formowania.
(19) Materialy ceramiczne, w rozumieniu w ramach tej pozycji, nie obejmujq materiatéw ceramicznych zawierajqcych wagowo 5% lub

wiecej gliny lub cementu, zaréwno w postaci oddzielnych sktadnikéw, jak i ich kombinacji.

TABELA - TECHNIKI POWLEKANIA - UWAGA TECHNICZNA

Definicje proceséw wymienionych w kolumnie I tabeli:

a.

Osadzanie z pary lotnej (CVD) jest procesem nakladania powloki albo modyfikacji powierzchni podioza, polegajgcym na osadzaniu
na rozgrzanym podloiu metalu, stopu, "kompozytu", dielektryka albo materiatu ceramicznego. W sqsiedztwie podioza nastepuje
rozktad albo tqczenie gazowych substratéw reakcji, wskutek czego osadza sie na nim pozqdany pierwiastek, stop albo zwiqzek.
Potrzebna do rozktadu zwigzkéw albo do reakcji chemicznych energia moze byé dostarczana przez rozgrzane podtoze, plazmg z
wyladowar jarzeniowych lub za pomocq "lasera”.

N.B.I.  CVD obejmuje nastepujgce techniki: Osadzanie w ukierunkowanym przeplywie gazéw bez zanurzania w proszku, CVD

pulsujgce, rozkiad termiczny z regulowanym zarodkowaniem (CNTD), CVD intensyfikowane albo wspomagane za pomocg
plazmy.

N.B2 Zanurzanie w proszku polega na zanurzaniu podtoza w mieszaninie sproszkowanych substancji.
N.B.3.  Gazowe substraty reakcji, wykorzystywane w technice, w ktérej nie stosuje si¢ zanurzania w proszku, sq wytwarzane podczas

takich samych reakcji podstawowych i przy takich samych parametrach, jak w przypadku osadzania fluidyzacyjnego: z tym
wyjgtkiem, ze powlekane podtoze nie styka sig z mieszaning proszku.

Naparowywanie termiczne - fizyczne osadzanie par (TE-PVD) jest technikq powlekania w prézni przy cisnieniach ponizej 0,1 Pa, w
ktérej do odparowania materiatu powlekajqcego uiywa sig energii termicznej. Rezultatem tego procesu jest kondensacja albo
osadzenie odparowanych sktadnikéw na odpowiednio usytuowanych powierzchniach.

Zwykle proces ten jest modyfikowany poprzez wpuszczanie dodatkowych gazéw do komory prézniowej podczas powlekania, co
umozliwia wytwarzanie powlok o ztozonym sktadzie.

Innym powszechnie stosowanym sposobem jego modyfikacji jest uzywanie wigzki jonéw albo elektrondéw lub plazmy do intensyfikacji
albo wspomagania osadzania powloki. W technice tej mozna stosowad monitory do biezqcego pomiaru parametréw optycznych i
grubosci powloki.

Wyréznia sie nastgpujqce odmiany tej techniki:

1. PVD z zastosowaniem wiqzki elektronéw - do rozgrzania i odparowania materiatu, ktéry ma stanowic¢ powloke, uzywa sig wiqzki

elektronow;

2. PVD z ogrzewaniem oporowym - do wytwarzania odpowiedniego i réwnomiernego strumienia odparowanych sktadnikéw

powlokowych wykorzystywane sq Zrédla elektrycznego ogrzewania oporowego w kombinacji z uderzajgeq wiqzkg jondw;

3. Odparowanie "laserowe" - do ogrzania materiatu przeznaczonego na powlokg uzywana jest ciggla albo impulsowa wiqzka

"laserowa”;

4. Metoda osadzania za pomocq tuku katodowego wykorzystuje zuzywajqcq sie katode wykonang z materiatu majgcego stanowic

powloke; tuk wywolywany jest na powierzchni tego materiatu poprzez chwilowy kontakt inicjujqcy. Kontrolowany ruch tuku
powoduje erozjg powierzchni katody, wytwarzajgc wysoko zjonizowang plazme. Anode moze stanowié stozek osadzony w izolatorze
na obwodzie katody albo sama komora. Osadzanie w miejscach nielezqcych na linii biegu wiqzki uzyskuje sig dzigki odpowiedniej
polaryzacji poditoza.
N.B.: Definicia ta nie obejmuje bezladnego osadzania wspomaganego tukiem katodowym w przypadku powierzchni
niepolaryzowanych.

5. Powlekanie jonowe stanowi specjalng modyfikacjie procesu TE- PVD, w ktérej do jonizacji osadzanych skiadnikéw jest

wykorzystywane #rédio plazmy albo jonéw, natomiast podioze jest polaryzowane ujemnie, co ufatwia wychwyt z plazmy tych
sktadnikéw, ktére majq byé osadzone. Do czgsto spotykanych odmian tej techniki nalezq: wprowadzanie skladnikéw aktywnych,
odparowywanie substancji stalych wewngqtrz komory roboczej oraz biezqcy pomiar parametréw optycznych i grubosci powlok za
pomocq monitoréw.

Osadzanie fluidyzacyjne jest technikq powlekania albo modyfikacji powierzchni podtoza, w kidrej podioze jest zanurzane w
mieszaninie proszkéw, skladajgcej sig z:

1. Proszkéw metalicznych, ktére majq by osadzone (zazwyczaj aluminium, chrom, krzem lub ich kombinacje);

2. Aktywatora (zazwyczaj s61 halogenkowa); oraz

3. Proszku obojetnego, najczesciej tlenku glinu.

Podloze wraz z mieszaning proszkéw znajduje sig w retorcie, ktdra jest podgrzewana do temperatury od 1 030 K (757°C) do

1 375 K (1 102°C) przez okres wystarczajgcy do osadzenia powtoki.
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2E101

2E201

2E301

Napylanie plazmowe jest technikq powlekania, w ktdrej do pistoletu stuzqcego do wytwarzania i sterowania strumieniem plazmy jest
doprowadzany materiat do powlekania w postaci proszku albo preta. Pistolet topi materiat i wyrzuca go na podioze, na ktérym
powstaje silnie z nim zwiqzana powloka. Odmianami tej techniki sq napylanie plazmowe niskocisnieniowe oraz napylanie plazmowe
z wysokq predkosciq.

N.B. 1. Niskocisnieniowe oznacza pod cisnieniem nizszym od cisnienia atmosferycznego otoczenia.
N.B.2. Wysoka predkosé odnosi sig do predkosci gazéw na wylocie z dyszy przekraczajqcej wartosé 750 m/s w temperaturze
293 K (20°C) i cisnieniu 0,1 MPa.

Osadzanie zawiesinowe jest technikq powlekania albo modyfikacji powierzchni, w ktdrej stosowana jest zawiesina proszku
metalicznego lub ceramicznego ze spoiwem organicznym w cieczy, naktadana na podioze technikq natryskiwania, zanurzania lub
malowania. Nastgpnym etapem jest suszenie w powietrzu albo w piecu i obrébka cieplna, w wyniku czego powstaje powloka o
odpowiedniej charakterystyce.

Rozpylanie jonowe jest technikq powlekania, opartq na zjawisku przenoszenia pedu, w ktérej natadowane dodatnio jony sq
przyspieszane przez pole elektryczne w kierunku powierzchni docelowej (material powtokowy). Energia kinetyczna padajgcych
Jondw jest wystarczajgca do wyrwania atoméw z powierzchni materiatu powtokowego i osadzenia ich na odpowiednio usytuowanej
powierzchni podioza.

N.B.1. Tabela dotyczy tylko rozpylania jonowego za pomocq triody, magnetronowego i reakcyjnego, ktére jest wykorzystywane
do zwigkszania przyczepnosci powloki i wydajnosci osadzania oraz do rozpylania jonowego wspomaganego prqdami
wysokiej czestotliwosci, wykorzystywanego do intensyfikacji odparowania niemetalicznych materiatéw powtokowych.

N.B.2. Do aktywacji osadzania mozna zastosowad wigzki jondw o niskiej energii (ponizej 5 keV).

Implantacja jonowa jest technikq modyfikacji powierzchni polegajgcq na jonizacji pierwiastka, kiéry ma by¢ stopiony,
przyspieszaniu go za pomocq réznicy potencjatéw i wstrzeliwaniu w odpowiedni obszar powierzchni podtoza. Technika ta moze byc¢
stosowana réwnoczesnie z napylaniem jonowym wspomaganym za pomocq wiqgzki elektronéw albo rozpylaniem jonowym.

"Technologie" wedlug Uwagi ogélnej do technologii przeznaczone do "uzytkowania" urzadzed lub "oprogramowania” ujetych
w pozycjach 2B004, 2B104, 2B109, 2B116 2B119 do 2B122 lub 2D101.

"Technologie" wedlug Uwagi ogdlnej do technologii przeznaczone do "uzytkowania" urzadzef lub "oprogramowania" ujgtych
w pozycjach 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 do
2B232 2D201 lub 2D202. :

"Technologie" niezbgdne do "uzytkdwania" wyrobdéw wyspecyfikowanych w pozycjach 2B350 do 2B352.

KATEGORIA 3 - ELEKTRONIKA

3A  Systemy, urzadzenia i czeéci

UWAGI:

3A001

1. Status kontroli wyposazenia, urzqdzer i czesci opisanych w pozycjach 34001 lub 34002, innych niz wymienione w pozycji
34001.a.3. do 34001.a.10. lub 34001.a.12., specjalnie przeznaczonych do innych urzqdzeri albo posiadajqcych te same cechy
funkcjonalne co inne urzqdzenia, jest taki sam jak status kontroli tych innych urzqdzen.

2. Status kontroli uktadéw scalonych ujetych w pozycjach 34001.a.3. do 34001.a.9. lub 34001.a.12., zaprogramowanych na stale
bez mozliwosci wprowadzenia zmian albo przeznaczonych do specjalnych funkcji dla innych urzqdzen, jest taki sam jak status
kontroli tych innych urzqdzen.

N.B. W razie gdy producent lub wnioskodawca nie jest w stanie okresli¢ statusu kontroli tych innych urzqdzen, status
kontroli danych ukiadéw scalonych jest okreslony w pozycjach 34001.a.3 do 34001.a.9. i 34001.a.12. Jezeli ukiad
scalony jest krzemowym "mikroukladem mikrokomputerowym™ lub mikrosterownikiem ujetym w pozycji 34001.a.3. o
dlugosci stowa operanda (danych) 8 bitéw lub mniej, status kontroli ukiadu scalonego okreslono w pozycji
34001.a.3.

Urzadzenia i czgéci elektroniczne

a. Nastepujgce uklady scalone ogdlnego przeznaczenia:
UWAGI: 1. Status kontroli plytek (gotowych albo niegotowych) posiadajqcych wyznaczong funkcje nalezy okreslaé na
podstawie parametréw podanych w pozycji 34001.a.
2. Do uktadéw scalonych zaliczane sq nastepujqce typy:
"Uktady scalone monolityczne”;
"Uktady scalone hybrydowe";
"Uktady scalone wieloptytkowe";
"Uktady scalone warstwowe" wiqcznie z ukladami scalonymi typu krzem na szafirze;
"Uktady scalone optyczne”.
1. Uklady scalone skonstruowane albo przystosowane w taki sposdb, ze sg odporme na promieniowanie jonizujgee i
wytrzymujg:
a. dawke catkowita 5 x 10° Gy (Si) lub wyzszg; lub
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b. wazrost dawki o 5 x 10° Gy (Si)/s lub wigkszy;

2. "Uklady mikroprocesorowe", "uklady mikrokomputerowe" i mikroukiady do mikrosterownikéw, uklady scalone pamigci

11.

12.

wykonane z péiprzewodnikéw zlozonych, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, uklady elektrooptyczne
lub “optyczne uklady scalone” do “przetwarzania sygnaldéw”, sieci bramek programowalne przez uzytkownika, tablice
logiczne programowalne przez uzytkownika, uklady scalone na sieciach neuronowych, robione na zaméwienie uklady
scalone o nieznanej ich producentowi funkcji lub statusie kontroli urzadzenia, w ktérym mialyby by¢ zainstalowane,
procesory do Szybkiej Transformacji Fouriera (FFT), wymazywalne elektrycznie - programowalne pamigci stale
(EEPROM), pamigci blyskowe lub statyczne pamieci o dostgpie swobodnym (SRAM), o jednej z ponizszych wiaéciwosci:

a. przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia powyzej 398 K (125°C),

b. przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia ponizej 218 K (-55°C); lub

c. przystosowane do pracy w catym przedziale wartosci temperatur od 218 K (-55°C) do 398 K (125°C);

UWAGA:  Pozycja 34001.a.2. nie obejmuje uktadéw scalonych do silnikéw do pojazdéw cywilnych ani kolejowych.

. "Uklady mikroprocesorowe", "uklady mikrokomputerowe" i mikrouklady do mikrosterownikéw posiadajace jedna

z nast¢pujacych cech:

UWAGA:  Pozycja 34001.a.3. obejmuje cyfrowe procesory sygnatowe, cyfrowe procesory tablicowe i koprocesory cyfrowe.

a. Posiadajg "calkowita teoretyczna moc obliczeniowa" (CTP) 6 500 milionéw operacji teoretycznych na sekundg (Mtops)
lub wigcej oraz jednostke arytmetyczno-logiczna z szyng dostgpu o szerokosci 32 bitéw lub wigkszej;

b. Sa wykonane z pSlprzewodnikéw zlozonych i pracuja z czgstotliwoscia zegara powyzej 40 MHz; lub

c. Posiadaja wigcej niz jedna szyne danych albo rozkazéw albo szeregowy port komunikacji zapewniajacy bezposrednie
zewnetrzne polaczenie miedzy réwnoleglym “ukladem mikroprocesorowym”, o predkosci transmisji danych powyzej
150 Mbajtéw/s;

. Pamigciowe uklady scalone wytwarzane z péiprzewodnikéw zlozonych;
. Nastepujace przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe na uktadach scalonych:

a. Przetworniki analogowo-cyfrowe posiadajace jedna z nastgpujacych cech charakterystycznych:
N.B. Sprawdz takie poz. 3A101

1. Rozdzielczo$¢ 8 bitéw lub wigcej, ale ponizej 12 bitéw i calkowity czas przetwarzania z maksymalng
rozdzielczoécia ponizej S ns;
2. Rozdzielczoéé 12 bitdw i calkowity czas przetwarzania z maksymalng rozdzielczoscia ponizej 200 ns; lub
3. Rozdzielczo$é powyzej 12 bitdw i calkowity czas przetwarzania z maksymalng rozdzielczoscig ponizej
2 mikrosekund;
b. Przetworniki cyfrowo-analogowe o rozdzielczosci 12 bitéw lub wigkszej i "czasie ustalania” ponizej 10 ns;
Uwagi techniczne:
1. Rozdzielczosé n bitéw odpowiada kwantowaniu w 2" poziomach.
2. “Catkowity czas konwersji” jest odwrotnosciq szybkosci prébkowania.

. Uklady scalone elektrooptyczne albo "optyczne uklady scalone" do "przetwarzania sygnaléw" posiadajace wszystkie

wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

a. Posiadajace jedng albo wigcej wewnetrznych diod "laserowych";

b. Posiadajgce jeden albo wigcej wewngtrznych elementéw reagujacych na $wiatto; i
c. Wyposazone w §wiattowody;

. Sieci ukladéw logicznych programowalne przez uzytkownika, posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech

charakterystycznych:
a. Zastepczg liczbe bramek powyzej 30 000 (2 bramki wejsciowe); lub
b. Typowe "podstawowe opdZnienie bramki zwiazane z rozchodzeniem si¢ sygnatu” mniejsze niz 0,4 ns; lub
c. Czestotliwo$é przelaczania powyzej 133 MHz;
UWAGA:  Pozycja 34001.a.7. obejmuje:
e Proste programowalne urzqdzenia logiczne (SPLD)
Zlozone programowalne urzqdzenia logiczne (CPLD)
Tablice bramek programowane przez uzytkownika (FPGA)
Tablice logiczne programowane przez uzytkownika (FPLA)
Polqgczenia wewngetrzne programowane przez uzytkownika (FPIC)

N. B. Programowalne przez uzytkownika urzqdzenia logiczne znane sq takie jako programowalne przez uzytkownika
bramki lub jako programowalne przez uzytkownika tablice logiczne.

. Niewykorzystany;

Uklady scalone na sieciach neuronowych;

Robione na zaméwienie uklady scalone o nieznanej ich producentowi funkcji lub statusie kontroli urzgdzenia, w ktérym
bedzie zastosowany dany uktad scalony, posiadajace jedng z nastgpujacych cech charakterystycznych:

a. Ponad 1000 kohcéwek;

b. Typowe "podstawowe opdznienie bramki zwigzane z rozchodzeniem si¢ sygnatu" mniejsze niz 0,1 ns; lub

¢. Czestotliwo$é robocza powyzej 3 GHz;

Cyfrowe uklady scalone, rézne od wymienionych w pozycjach 3A001.a.3. do 3A001.a.10. lub 3A001.a.12., oparte na
dowolnym uktadzie pétprzewodnikéw zlozonych i posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:

a. Zastepcza liczbg bramek powyzej 3000 (2 bramki wejsciowe); lub

b. Czestotliwo$é przelaczania powyzej 1,2 GHz;

Procesory do szybkiej transformacji Fouriera (FFT) posiadajagce nominalny czas realizacji dla N-punktowej zespolonej
transformaty FFT ponizej (N log®N)/20,480 ms, gdzie N jest liczba punktéw;

Uwaga techniczna: Gdy N jest rbwne 1024 punkty, formuta 34001.a.12. daje czas realizacji 500 ps.
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b. Urzadzenia mikrofalowe albo pracujace na falach milimetrowych:

1.

&

Nastg¢pujace elektronowe lampy prézniowe i katodowe:
UWAGA: Pozycja 34001.b.1. nie dotyczy lamp skonstruowanych lub przystosowanych do dziatania w jakimkolwiek
pasmie czestotliwosci, ktére spetnia nastepujgce warunki:
a. nie przekracza 31 GHz, i
b. jest przydzielone przez ITU dla stuzb radiokomunikacyjnych, ale nie do namierzania radiowego.

a. Nastgpujace lampy o fali biezacej, impulsowe albo o dziataniu ciaglym:
1. Pracujace z czgstotliwo$ciami przekraczajacymi 31 GHz;
2. Zaopatrzone w element podgrzewajacy katodg, z czasem dojscia do mocy znamionowej w zakresie fal radiowych
wynoszacym ponizej 3 sekund,
3. Sprz¢zone lampy wngkowe, albo ich pochodne o "Utamkowej szeroko$ci pasma” powyzej 7% lub mocy szczytowej
powyzej 2,5 kW;
4. Lampy spiralne, albo ich pochodne posiadajace jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
a. "Chwilowa szeroko$¢ pasma" powyzej jednej oktawy i iloczyn mocy przecigtnej (wyrazonej w kW) i czqstothwoscx
(wyrazonej w GHz) powyzej 0,5;
b. "Chwilowa szeroko$¢ pasma" ponizej jednej oktawy i iloczyn przecigtnej znamionowej mocy wyjéciowej
(wyrazonej w kW) 1 czestotliwosci roboczej (wyrazonej w GHz) powyzej 1; lub
¢. Wiasciwosci "klasy kosmiczne;j";
b. Wzmacniacze lampowe o skrzyzowanych polach ¢ wzmocnieniu powyzej 17 dB;
c. Impregnowane katody do lamp elektronicznych wytwarzajace ciagly prad emisyjny w znamionowych warunkach pracy o
gestoéei powyzej 5 A/em?;
Mikrofalowe uklady scalone albo moduly, majace wszystkie nastgpujace cechy:
a. zawierajgce "monolityczne uklady scalone" majace jeden lub wigcej aktywnych elementéw uktadowych; i
b. pracujace z czgstotliwosciami powyzej 3 GHz;
UWAGA 1: Pozycja 34001.b.2. nie obejmuje uktadoéw ani modutéw do urzqdzer skonstruowanych lub przystosowanych
do dziatlania w jakimkolwiek pasmie czestotliwosci, ktdre spetnia nastgpujqce warunki:
a. nie przekracza 31 GHz; i
b. jest przydzielone przez ITU dla stuzb radiokomunikacyjnych, ale nie do namierzania radiowego.

UWAGA 2: Pozycja 34001.b.2. nie obejmuje urzqdzen do satelitéw radiowych rozsiewczych skonstruowanych lub
przystosowanych do pracy w zakresie czestotliwosci od 40 GHz do 42,5 GHz.

Tranzystory mikrofalowe specjalnie przeznaczone do pracy przy czgstotliwoéciach powyzej 31 GHz;

Mikrofalowe wzmacniacze polprzewodnikowe, posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:

a. Czgstotliwosci robocze powyzej 10,5 GHz i "chwilowsg szeroko$¢ pasma" powyzej polowy oktawy;

b. Czestotliwosci robocze przewyzszajgee 31 GHz;

Filtry $rodkowo-przepustowe i $rodkowo-zaporowe przestrajalne elektronicznie albo magnetycznie, posiadajgce ponad
5 przestrajalnych rezonatoréw umozliwiajacych strojenie w zakresie pasma czgstotliwosei 1,5:1 (fa/fnin) W ciagu ponizej
10 mikrosekund o:

a. Szerokosci pasma $rodkowo-przepustowego powyzej 0,5 % czgstotliwosci noénej; lub

b. Szerokosci pasma $rodkowo-zaporowego ponizej 0,5 % czgstotliwosci nosnej;

Zespoty mikrofalowe zdolne do pracy przy czgstotliwos$ciach powyzej 31 GHz;

Mieszacze 1 konwertery przeznaczone do rozszerzania przedzialu czestotliwosci urzadzed ujgtych w pozycjach 3A002.c.,
3A002.¢. lub 3A002.f. powyzej podanych tam wartosci granicznych;

Mikrofalowe wzmacniacze mocy zawierajace lampy ujgte w pozycji3A00L1.b., posiadajace wszystkie z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych:

a. Czgstotliwosci robocze powyzej 3 GHz;

b. Srednia wyjiciowa gestoéé mocy wicksza niz 80 W/kg; oraz

¢. Objetoéé mnicjsza niz 400 cm’.

UWAGA I1: Pozycja 3A001.b.8. nie obejmuje urzgdzeri skonstruowanych Ilub przystosowanych do dziatania w
Jjakimkolwiek pasmie czestotliwosci, ktére jest przydzielone przez ITU dla stuzb radiokomunikacyjnych, ale
nie do namierzania radiowego.

c. Nastepujace urzadzenia wykorzystujace fale akustyczne i specjalnie do nich przeznaczone czgsci:
1. Urzadzenia wykorzystujgce akustyczne fale powierzchniowe oraz akustyczne fale szumdéw powierzchniowych (plytkie)

(tj. urzadzenia do "przetwarzania sygnaléw" wykorzystujace fale odksztalcen sprezystych w materiatach), posiadajace jedng
z nastgpujacych cech charakterystycznych:
a. Czgstotliwo$é noéng powyzej 2,5 GHz;
b. Czestotliwoéé nosng wigksza niz 1 GHz, ale mniejsza niz 2,5 GHz oraz majace jedng z ponizszych wlasciwosci:
1. Ttumienie pasma bocznego czestotliwosci powyzej 55 dB;
2. Tloczyn maksymalnego czasu zwloki i szeroko$ci pasma (czas w mikrosekundach i szeroko§é pasma w MHz)
powyzej 100;
3. Szerokos$¢ pasma wigksza niz 250 MHz; lub
4. Opdznienie dyspersyjne powyzej 10 mikrosekund; lub
c. Czestotliwosé noSng 1 GHz lub mniej oraz majace jedna z ponizszych wtaéciwosci:
1. Tloczyn maksymalnego czasu zwloki i szeroko$ci pasma (czas w mikrosekundach i szeroko$¢ pasma w MHz)
powyzej 100;
2. Opbznienie dyspersyjne powyzej 10 mikrosekund;
3. Tiumienie pasma bocznego czgstotliwosci powyzej 55 dB i szerokoéé pasma wigksza niz 50 MHz,
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2.

Urzadzenia wykorzystujace przestrzenne fale akustyczne (tj. urzadzenia do "przetwarzania sygnaléw" wykorzystujace fale
odksztalcen sprezystych w materiatach), umozliwiajace bezposrednie przetwarzanie sygnaléw z czgstotliwo§ciami powyzej
1 GHz;

. Urzadzenia do "przetwarzania sygnaléw" optyczno-akustycznych wykorzystujgce oddzialywania pomigdzy falami

akustycznymi (przestrzennymi albo powierzchniowymi) a falami §wietlnymi do bezpoéredniego przetwarzania sygnaléw
albo obrazéw, wlacznie z analizg widmowa, korelacjg lub splataniem;

d. Urzadzenia lub uklady elektroniczne, w ktérych sklad wchodzg elementy wykonane z materialéw "nadprzewodzacych",
specjalnie przeznaczone do pracy w temperaturach ponizej "temperatur krytycznych" co najmniej jednego z elementéw
"nadprzewodzacych", posiadajace jedng z nastgpujacych cech charakterystycznych:

1.

2.

Przelgczanie pradowe dla obwoddw cyfrowych za pomoca bramek "nadprzewodzacych, dla ktérego iloczyn czasu zwtoki na
bramke (w sekundach) i rozproszenia mocy na bramke (w watach) wynosi ponizej 1071 J; lub
Selekcje czestotliwodei dla wszystkich czgstotliwosci za pomocg obwodéw rezonansowych o wartosciach Q powyzej 10 000;

e. Nastgpujace urzadzenia wysokoenergetyczne:

1.

2.

Nastgpujace baterie i zespoty fotowoltaiczne:

UWAGA:  Pozycja 34001.e.1. nie obejmuje kontrolg baterii o objetosciach réwnych lub mniejszych niz 27 cm® (np.
standardowe ogniwa C lub baterie R14).

a. Ogniwa i baterie galwaniczne o ggsto$ci energii powyzej 480 Whikg i przystosowane do pracy w zakresie temperatur od
ponizej 243 K (-30°C) do powyzej 343 K (+70°C);

b. Ogniwa i akumulatory doladowywane, o gestosci energii powyzej 150 Whikg po 75 cyklach ladowania/rozladowania
przy pradzie rozladowania réwnym C/5 godzin (C jest pojemnoscia nominalng w amperogodzinach) w przypadku
eksploatacji w zakresie temperatur od ponizej 253 K (-20°C) do powyzej 333 K (+60°C);

Uwaga techniczna:

Gestosé energii oblicza sig, mnozqc Srednig moc w watach (Srednie napigcie w woltach razy Sredni prqd w amperach)
przez czas rozladowania w godzinach do poziomu napigcia stanowiqcego 75 % napigcia jalowego i dzielgc przez
catkowitq'mase ogniwa (albo akumulatora) w kg.

c. Plyty z ogniwami fotoelektrycznymi "klasy kosmicznej" lub odporne na promieniowanie jonizujace, o mocy
jednostkowej powyzej 160 W/m® w temperaturze roboczej 301 K (+28°C) po oéwietleniu $wiattem o natgZeniu 1 KW/m?
emitowanym przez wiékno wolframowe o temperaturze 2800 K (2 527 °C);

Nastepujace wysokoenergetyczne kondensatory magazynujgce:

N.B. Sprawdi takze 3A201.a.

a. Kondensatory o czgstotliwoéci powtarzania ponizej 10 Hz (kondensatory jednokrotne) posiadajace wszystkie wymienione
ponizej cechy charakterystyczne: '

1. Napigcie znamionowe réwne lub wyzsze niz 5 kV;
2. Gesto$é energii réwng lub wyzsza niz 250 J/kg; oraz
3. Energi¢ catkowita réwng lub wyzszg niz 25 kJ;

b. Kondensatory o czgstotliwoéci powtarzania 10 Hz lub wyzszej (kondensatory powtarzalne) posiadajace wszystkie

wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

1. Napigcie znamionowe réwne lub wyzsze niz 5 kV;

2. Gestosé energii réwng lub wyzszg niz 50 J/kg;

3. Energi¢ catkowitg réwng lub wyzsza niz 100 kJ; oraz

4. Zywotno$é¢ mierzong liczba cykli tadowanie/rozladowanie wynoszaca 10 000;

"Nadprzewodzace" elektromagnesy albo cewki, specjalnie opracowane w sposdb umozliwiajagcy ich pelne ladowanie

i rozltadowanie w czasie ponizej jednej sekundy, posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

N.B. Sprawdi takze 3A201.b.

UWAGA: Pozycja 34001.e.3. nie obejmuje kontrolg ani elektromagneséw, ani cewek "nadprzewodzqcych"” specjalnie
przeznaczonych do aparatury medycznej, w ktdrej do tworzenia obrazéw wykorzystywany jest rezonans
magnetyczny (MRI).

a. Energia dostarczona podczas wytadowania wigksza od 10 kJ w pierwszej sekundzie;
S$rednica wewnetrzna uzwojenia pradowego cewki wynosi powyzej 250 mm; oraz

c. Dostosowane do indukcji magnetycznej powyzej 8 T lub posiadajgce "calkowita gesto$é pradu” uzwojenia powyzej
300 A/mm’;

f. Urzadzenia kodujace bezwzgledne polozenie walu posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:

1.

Rozdzielczo$¢ lepsza niz 1 cz¢$¢ na 265 000 (rozdzielczosé 18 bitdw) petnego zakresu; lub

2. Dokladno$é powyzej 2,5 sekundy katowej;

3A002 Sprzet elektroniczny ogdlnego przeznaczenia.

a. Nastgpujace urzadzenia do rejestracji pomiaréw i specjalnie do nich przeznaczone ta$my testowe:

1.

Analogowe urzadzenia rejestrujgce na ta$mie magnetycznej wlacznie z urzadzeniami umozliwiajacymi zapis sygnatdéw

cyfrowych (np. za pomocg modutu do cyfrowego zapisu magnetycznego z duza gestoscia (HDDR)), posiadajace jedna

z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:

a. Szeroko$¢ pasma powyzZej 4 MHz na kanat elektroniczny lub $ciezke;

b. Szeroko$¢ pasma powyzej 2 MHz na kanat elektroniczny lub $ciezkg oraz posiadajace wigcej niz 42 $ciezki; lub

c. Uchyb czasowy, mierzony wediug dostgpnej dokumentacji Inter Range Instrumentation Group (IRIG) lub Electronic
Industries Association (EIA), mniejszy od + 0,1 mikrosekundy;

UWAGA: Pozycja 34002.a.1. nie obejmuje kontrolg rejestratoréw analogowych na tasmie magnetycznej do cywilnych

zastosowati techniki video.
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3A101

3A201

2. Cyfrowe rejestratory obrazéw na ta$mie magnetycznej posiadajace zlgcza komunikacyjne o maksymalnej szybkosci
przesylania sygnaléw cyfrowych powyzej 360 Mbitéw/s;
UWAGA: Pozycja 34002.a.2. nie obejmuje kontrolg cyfrowych rejestratoréw video na taSmie magnetycznej specjalnie
przeznaczonych do rejestracji telewizyjnej zgodnie z formatem sygnatu znormalizowanym i zalecanym przez
ITU, IEC, SMPTE, EBU lub IEEE do stosowania w telewizji cywilnej;
3. Urzadzenia do cyfrowego zapisu na ta$mie magnetycznej technikg skanowania spiralnego lub za pomoca glowicy stalej,
posiadajgce jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych: ‘
a. Posiadajace zlacza komunikacyjne o maksymalnej szybkosci przesylania sygnalow cyfrowych powyzej 170 Mbitdwi/s;

lub
b. Wiadciwosci "klasy kosmicznej";
UWAGA: Pozycja 34002.a.3. nie obejmuje kontrolq rejestratoréw analogowych na taSmie magnetycznej,

wyposazonych w przetworniki elektroniczne HDDR, skonstruowanych w taki sposdb, Ze umozliwiajq
rejestracjg wylqcznie danych cyfrowych.
4. Urzadzenia posiadajace zlacza komunikacyjne o szybkosci przesylania sygnatéw cyfrowych powyzej 175 Mbitdwr/s,
umozliwiajace przeksztalcanie cyfrowych rejestratoréw obrazéw na ta$mie magnetycznej w cyfrowe rejestratory danych;
5. Analogowo-cyfrowe przetworniki przebiegéw falowych i rejestratory stanéw przejsciowych posiadajace obie ponizsze cechy
charakterystyczne:
a. Szybkosé przetwarzania cyfrowego réwna lub wigksza niz 200 milionéw probek na sekundg i rozdzielczo$é 10 bitéw lub
wigkszg; oraz
b. Przepustowoéé ciagla 2 Gbity/s lub wigkszg;

Uwaga techniczna:

W przypadku urzqdzer o réwnoleglej architekturze szyn, przepustowo$é ciqglq okresla sig Jako iloczyn najwigkszej
predkosci przesytu stéw i liczby bitéw w stowie. W pozycji 34002.a.5. pojecie przepustowos¢ ciggta oznacza najwigkszq
predko$¢ przesytu danych przez urzqdzenie do pamigci masowej bez straty informacji z utrzymaniem predkosci
probkowania i przetwarzania analogowo-cyfrowego;

"Elektroniczne zespoly" "syntezatorow czgstotliwosci” z "czasem przelaczania czgstotliwoéei” z jednej wybranej wartoéci na
drugg wynoszacym ponizej 1 ms;

Nastepujace "analizatory sygnatéw":
1. “Analizatory sygnaléw” zdolne do analizowania czgstotliwosci powyzej 31 GHz;
2. "Analizatory sygnaléw dynamicznych” z "pasmem biezacym o szerokosci" powyzej 500 kHz;
UWAGA: Pozycja 34002.c.2. nie obejmuje kontrolq “analizatoréw sygnatéw dynamicznych”, w ktérych zastosowano tylko
filtry o statoprocentowej szerokosci pasma, znanych réwniez jako filtry oktawowe albo utamkowo-oktawowe.

Generatory sygnalowe z synteza czestotliwosci, wytwarzajace czgstotliwosci wyjsciowe i ktérych dokladnosé oraz stabilnos$é
krétkoterminowa i dlugoterminowa sa sterowane, wynikaja albo s3 wymuszane przez wewngtrzng czgstotliwosé podstawowa,
posiadajace jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
1. Maksymalna czgstotliwo$é zsyntetyzowana powyzej 31 GHz;
2. "Czas przelaczania czgstotliwoéci" z jednej wybrancj wartoéci na drugg ponizej 1 ms; lub
3. Zaklécenie fazowe pojedynczej wstegi bocznej (SSB) lepsze niz - (126 + 20log;oF -20log 10f) w dB/Hz, gdzie F oznacza
uchyb od czgstotliwosci roboczej w Hz, a f jest czgstotliwoscig robocza w MHz;
UWAGA: Pozycja 34002.d. nie obejmuje kontrolg urzqdzen, w ktérych czestotliwo$¢ wyjSciowa jest wytwarzana poprzez
dodawanie albo odejmowanie dwéch Iub wiecej czestotliwosci oscylatoréw kwarcowych, baqdZ poprzez
dodawanie lub odejmowanie, a nastgpnie mnozenie uzyskanego wyniku.

Analizatory sieci o maksymalnej czgstotliwosci roboczej powyzej 40 GHz;

Kontrolne odbiorniki mikrofalowe posiadajgce obie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:
1. Maksymalng czgstotliwo$é robocza powyzej 40 GHz; i
2. Majace mozliwo$é jednoczesnego pomiaru amplitudy i fazy;

Atomowe wzorce czestotliwosci posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:

1. Stabilno$é dtugookresowa (starzenie) mniej (lepsza) niz 1 x 10" /miesiac; lub

2. Wiasciwosci "klasy kosmicznej";

UWAGA:  Pozycja 34002.g.1. nie obejmuje kontrolg rubidowych wzorcéw czestotliwosci, niebedqcych “kasy kosmicznej”.

Nastepujgce urzadzenia, przyrzady i elementy elektroniczne, rézne od ujetych w pozycji 3A001:

a.

b.

Przetworniki analogowo-cyfrowe, znajdujace zastosowanie w "pociskach”, speiniajace wojskowe warunki techniczne dla
urzadzet wytrzymalych na wstrzgsy.

Akeeleratory zdolne do generowania promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego w wyniku hamowania elektronéw
0 energii 2 MeV lub wigkszej oraz instalacje, w ktérych sklad wchodzg takie akceleratory.

UWAGA:  Pozycja 3A101.b. nie obejmuje urzqdzer skonstruowanych z przeznaczeniem do zastosowar medycznych.

Nastgpujace podzespoly elektroniczne, rézne od wymienionych w pozycji 3A001:

a.

Kondensatory o nastgpujacych parametrach:

1. a. napigcie znamionowe powyzej 1,4 kV;
b. zmagazynowana energia powyzej 10 J;
c. reaktancja pojemno$ciowa powyzej 0,5 F; i
d. indukcyjnoéé szeregowa ponizej S0 nH; lub
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a. napigcie znamionowe powyzej 750 V;
b. reaktancja pojemnosciowa powyzej 0,25 F; i
¢. indukcyjnosé szeregowa ponizej 10 nH;

b. Nadprzewodnikowe elektromagnesy solencidalne posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:

1

2.
3.
4.

Zdolne do wytwarzania pél magnetycznych o nat¢zeniu powyzej 2 T (tesli) (20 kilogauséw);

O stosunku L/D (dtugo$é podzielona przez $rednicg wewngtrzng) powyzej 2;

O $rednicy wewnegtrznej powyzej 300 mm; oraz

Wytwarzajgce pole magnetyczne o réwnomiernosci rozkladu lepszej niz 1% w zakresie $rodkowych 50% objetosci
wewngtrznej.

UWAGA: Pozycja 3A201.b. nie dotyczy magneséw specjalnie skonstruowanych i eksportowanych jako czesci medycznych

instalacji do tworzenia obrazéw metodq jgdrowego rezonansu magnetycznego (NMR). Sformutowanie "jako czesci”
niekoniecznie oznacza fizyczng czesé wchodzqeq w sklad tej samej partii wysylanego wyrobu; dopuszcza sie
mozliwosé oddzielnych wysytek z réznych Zrédet, pod warunkiem ze w towarzyszqcej im dokumentacji eksportowej

441

wyraznie okresla sig, ze wysylane wyroby sq dostarczane "jako czes¢” instalacji do wytwarzania obrazéw.

Urzgdzenia rentgenowskie typu impulsowego lub impulsowe akceleratory elektronéw majace jeden z nastgpujacych zestawdw
cech:

1.

2.

Posiadajace szczytowsg energie¢ akceleratora elektronéw 500 kV tub wigksza, ale ponizej 25 MeV; i
wspdtezynnik dobroci (K) 0,25 lub wigkszy; lub

Posiadajace szczytows energig akceleratora elektronéw 25 MeV lub wigksza; i

szczytowa moc powyzej SO0 MW.

or oR

UWAGA: Pozycja 34201.c. nie obejmuje akceleratoréw stanowiqcych zespoly skladowe urzqdzer skonstruowanych z

przeznaczeniem do innych celéw niz wytwarzanie wigzek elektronéw lub promieniowania rentgenowskiego (na
przyktad mikroskopy elektronowe) oraz urzqdzen do zastosowari medycznych.

Uwagi techniczne:

1.

Wspétczynnik dobroci K definiuje sig nastgpujgco:

K= L17x10°V*%Q,
gdzie V jest szczytowq energiq elektronéw w milionach elektronowoltow,

Q jest catkowitym przyspieszanym ladunkiem w kulombach, jezeli czas trwania impulsu wiqzki akceleratora wynosi
ponizej 1 mikrosekundy lub jest jej réwny, :
Jezeli czas trwania impulsu wiqzki akceleratora jest diuzszy niz 1 mikrosekunda, Q jest maksymalnym przyspieszanym
tadunkiem w 1 mikrosekundzie.
[O réwna sie calce z i po t w przedziale o dlugosci réwnym mniejszej z dwoch wartosci
- I mikrosekundy lub czasu trwania impulsu wiqzki (Q = [calka] idt), gdzie i jest natgZeniem wigzki w amperach, a t jest
czasem w sekundach];

‘Moc szczytowa’ = (napigcie szczytowe w woltach x (szczytowy prgd wiqzki w amperach).

W akceleratorach dziatajqcych na zasadzie rezonatora mikrofalowego, czas trwania impulsu wigzki jest mniejszq z dwéch
wartosci - 1 mikrosekunda lub czas trwania pakietu wigzek wynikajqcy z jednego impulsu modulatora mikrofalowego.

W akceleratorach dziatajgcych na zasadzie rezonatora mikrofalowego szczytowa warto$¢ prqdu wigzki jest wartosciq
Sredniq prqdu podczas trwania pakietu wiqzek.

3A225 Przemienniki czestotliwosci lub generatory, rézne od ujetych w pozycji 0B001.b.13., posiadajace wszystkie wymienione ponizej
cechy charakterystyczne:

a.

b.

C.

d.

Wyijscie wiclofazowe umozliwiajgce uzyskanie mocy 40 W lub wigkszej;

Zdolno$é do pracy w zakresie czgstotliwosei od 600 do 2000 Hz;

Calkowite znieksztalcenie harmoniczne ponizej 10%; oraz

Dokiadno$é regulacji czgstotliwoéci lepsza niz 0,1%.

Uwaga techniczna:
Przemienniki czestotliwosci, o ktérych mowa w poz. 34225, nazywane sq réwniez konwerterami, przetwornicami lub
przeksztattnikami.

3A226 Wysokoenergetyczne zasilacze pradu statego, rézne od wymienionych w pozycji 0B001.j.6., majgce obydwie nastgpujace cechy:
zdolne do ciggtego wytwarzania, w okresie czasu wynoszgcym 8 godzin, napigcia 100 V lub wigkszego z wyjsciem o natgzeniu
500 A Iub wigkszym; i

a.

b. o stabilnosci pradu lub napigcia w ciggu 8 godzin lepszej niz 0,1 %.
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3A227

3A228

3A229

3A230

3A231

3A232

Wysokonapigciowe zasilacze pradu stalego, rézne od wymienionych w pozycji 0B001.j.5., majace obydwie nastgpujace cechy:
a. zdolne do cigglego wytwarzania, w okresie czasu wynoszacym 8 godzin, napigcia 20 kV lub wigkszego z wyjsciem o nat¢zeniu
1 A lub wigkszym; i

b. o stabilnosci pradu lub napigcia w ciagu 8 godzin z doktadnoscia lepsza niz 0,1 %.
Nastepujace urzadzenia przetaczajace:

a. Lampy elektronowe o zimnej katodzie, bez wzgledu na to, czy sa napelnione gazem, czy tez nie, pracujgce podobnie do
iskiernika i majace wszystkie wymienione ponizej cechy charakterystyczne:
1. posiadajace trzy lub wigcej elektrod,
2. szczytowa warto$é napigcia anody 2500 V lub wigcej;
3. szczytowa warto$é nat¢zenia pradu anodowego 100 A lub wigcej; oraz
4. czas zwloki dla anody 10 mikrosekund lub mniej;

UWAGA: Pozycja 34228 obejmuje gazowe lampy kriotronowe i prézniowe lampy sprytronowe.

b. Iskierniki wyzwalane posiadajace obydwie nastgpujace cechy charakterystyczne:
1. czas zwloki dla anody 15 mikrosekund lub krétszy; i
2. dostosowane do pradéw o nat¢Zeniach szczytowych 500 A lub wigkszych;

¢. Moduly lub zespoly do szybkiego przelaczania posiadajgce wszystkie nastgpujace cechy charakterystyczne:
1. Szezytowg warto$¢ napigeia anody powyzej 2000 V;
2. Szczytowa warto$é nat¢zenia pradu anodowego 500 A lub wigeej; oraz
3. Czas wlgczania 1 mikrosekunda lub krétszy;

Nastepujace instalacje zaplonowe i réwnowazne generatory impulséw wysokopradowych (do detonatoréw objgtych kontrola).
N.B. Sprawdz takze Wykaz uzbrojenia.

a. Instalacje zaplonowe do detonatoréw wielokrotnych typu objetego kontrolg wedtug pozycji 3A232:

b. Modulowe generatory impulséw elektrycznych (impulsatory) posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy
charakterystyczne:

przeznaczone do urzadzen przeno$nych, przewoZnych lub innych narazonych na wstrzgsy; -

umieszczone w obudowie pyloszczelnej;

znamionowa energia wytadowania w czasie ponizej 15 mikrosekund;

prad wytadowania powyzej 100 A;

czas narastania ponizej 10 mikrosekund przy obcigzeniu ponizej 40 oméw;

zaden z wymiaréw nie przekracza 254 mm;

cigzar ponizej 25 kg; 1

przeznaczone do pracy w rozszerzonym zakresie temperatur (223 K [-50°C] do 373 K [100°C]) lub nadajgce si¢ do

stosowania w przestrzeni kosmicznej.

UWAGA:  Pozycja 34229.b. obejmuje wzbudnice ksenonowych lamp blyskowych.

PNAN AR~

Uwaga techniczna: W pozycji 34229.b.5. czas narastania definiuje sig jako przedzial czasowy w zakresie od 10 do 90%
amplitudy natezenia prqdu w przypadku zasilania obcigzenia opornosciowego.

Szybkie generatory impulsowe majace obydwie nast¢pujace cechy:
a. napigcie wyjéciowe powyzej 6 woltdw przy obcigzeniu oporno$ciowym ponizej 55 oméw,
b. ‘czas narastania impulséw’ ponizej 500 pikosekund.

Uwaga techniczna:
W pozycji 34230 ‘czas narastania impulséw’ definiuje sig jako przedzial czasowy pomiedzy 10% a 90% amplitudy napigcia.

Generatory neutrondéw, w tym lampy, majace nastgpujgce cechy;
a. przeznaczone do pracy bez zewngtrznych instalacji prézniowych;
b. w ktérych zastosowano przyspieszanie elektrostatyczne do wzbudzania reakcji jadrowej trytu z deuterem.

Nastepujace detonatory i wielopunktowe instalacje inicjujace:
N.B. Sprawdz takze Wykaz uzbrojenia.

a. Nastgpujace zaplonniki elektryczne:
Eksplodujace zaptonniki mostkowe (EB);
2. Eksplodujace zaptonniki mostkowe (EBW)
3. Zaplonniki udarowe;

4. Eksplodujace zaptonniki foliowe (EFI);

ot



Dziennik Ustaw Nr 182 — 11578 — Poz. 1518

b. Instalacje z detonatorami pojedynczymi lub wielokrotnymi przeznaczone do prawie réwnoczesnego inicjowania wybuchéw na
pewnym obszarze (wigkszym od 5000 mm?) za pomoca pojedynczego sygnalu zaplonowego (o op6znieniu synchronizacji
sygnatu zaplonowego na calej powierzchni ponizej 2,5 mikrosekundy).

UWAGA: Pozycja 34232 nie obejmuje zaptonnikéw, w ktérych stosuje sie wylqcznie inicjujqce materialy wybuchowe, np. azydek
olowiawy.

Uwaga techniczna:

W detonatorach objetych kontrolg w poz. 34232 stosowane sq mate przewodniki elektryczne (mostki, polgczenia mostkowe Iub
Jfolie) gwattownie odparowujgce po przepuszczeniu przez nie szybkich, wysokoprgdowych impulséw elektrycznych. W przypadku
zaplonnikéw nieudarowych, wybuchajgcy przewodnik inicjuje eksplozje chemiczng w zetknigciu si¢ z materiatem burzqcym, takim
jak PETN (czteroazotan pentaerytrytu). W zaptonnikach udarowych wybuchowe odparowanie przewodnika elektrycznego zwalnia
przeskok pilota przez szczeling, a uderzenie pilota w material wybuchowy inicjuje eksplozje chemiczng. W niektérych przypadkach
pilot jest napedzany sitami magnetycznymi. Termin detonator w postaci folii eksplodujgcej moze odnosi¢ sig zaréwno do
detonatoréw typu EB, jak i udarowych. Takze czasami zamiast stowa inicjator uzywa sig stowa detonator.

3A233 Nastepujace spektrometry masowe, rézne od wymienionych w pozycji 0B002.g, zdolne do pomiaru mas jondw o wartosci 230 mas
atomowych lub wigkszej i posiadajace rozdzielczo$é lepsza niz 2 czgsci na 230 oraz Zrédla jondéw do tych urzadzen:

a. Plazmowe spektrometry masowe ze sprz¢zeniem indukcyjnym (ICP/MS);
b. Jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);
¢. Termojonizacyjne spektrometry masowe (TIMS);

d. Spektrometry masowe z zespolami do bombardowania elektronami, posiadajace komorg ze Zrédlem elektronéw wykonang
z materiatéw odpornych na UFs, wyktadang lub powlekang takimi materiatami;

e. Nastgpujace spektrometry masowe z wiazka molekularng:
1. posiadajace komore ze Zrédlem molekul wykonanag ze stali nierdzewnej lub molibdenu albo wykladang, lub powlekang
takimi materialami i wyposazone w wymrazarke umozliwiajaca chiodzenie do 193 K (-80°C) lub ponizej; albo
2. posiadajagce komore ze Zrédlem molekut wykonang z materiatéw odpornych na UF,, wykladang lub powlekang takimi
materiatami; lub

f. Spektrometry masowe ze Zrodtem jonéw do mikrofluoryzacji skonstruowane z przeznaczeniem do pracy w obecnosci
aktynowcéw lub fluorkéw aktynowcéw.

3B  Urzadzenia testujace, kontrolne i produkcyjne

3B001 Nastepujace urzadzenia do produkcji lub testowania urzadzen lub materialéw pélprzewodnikowych oraz specjalnie do nich
przeznaczone zespoly i akcesoria:

a. Nastepujace urzadzenia "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci” do osadzania warstwy epitaksjalnej:

1. Urzadzenia umozliwiajagce wytwarzanie warstw o réwnomiernej grubosci z doktadnosdcig ponizej + 2,5 % na odcinku
o dtugosci 75 mm lub wigkszej;

2. Reaktory do osadzania z par lotnych zwiazkéw metaloorganicznych (MOCVD) specjalnie przeznaczone do wytwarzania
krysztaléw pélprzewodnikéw ze zwigzkéw dzigki reakcji chemicznej pomigdzy materialami ujgtymi w pozycjach 3C003
lub 3C004;

3. Urzadzenia do wytwarzania warstw epitaksjalnych z surowca gazowego za pomocg wigzki molekulamnej;

b. Urzadzenia "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci” przeznaczone do implantacji jonéw, posiadajace jedng
z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
1. Napigcie przyspieszajace powyzej 1 MeV;
2. Specjalne przeznaczenie i zoptymalizowanie do dziatania przy napigciach przyspieszajacych ponizej 2 keV;
3. Mozliwos¢ bezposredniego zapisu; fub
4. Zdolnoéé do wysokoenergetycznej implantacji tlenu w podgrzany péiprzewodnikowy material "podloza”.

c. Nastepujace urzadzenia "ze sterowaniem zaprogramowanym Ww pamigci” do suchego trawienia za pomocg plazmy
anizotropowe;j:
1. Urzadzenia typu kaseta-kaseta albo load-lock, posiadajace ktéras z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
a. Zaprojektowane lub optymalizowane do produkcji z wymiarem krytycznym 0,3 pum lub mniej, z dokladnoscia 5% sigma 3;
lub
b. Przeznaczone do wytwarzania mniej niz 0,04 czgsteczek/cm® z mierzalng wielkodcia czasteczki wigksza niz 0,1 pm
$rednicy;
2. Specjalnie przeznaczone do urzadzen objetych kontrola, ujetych w pozycji 3B001.e., posiadajgce ktdra$ z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych:
a. Zaprojektowane lub optymalizowane do produkeji z wymiarem krytycznym 0,3 um lub mniej, z doktadnoscig 5% sigma 3;
tub

b. Przeznaczone do wytwarzania mniej niz 0,04 czasteczek/cm?® z mierzalng wiclkoécia czasteczki wigkszg niz 0,1 pm
$rednicy;
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3B002

g.

h.

Nastgpujace urzadzenia "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci” do intensyfikowanego za pomoca plazmy osadzania
z par lotnych (CVD):
1. Urzadzenia typu kaseta-kaseta albo load-lock, posiadajace ktéra$ z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
a. Zgodnie ze specyfikacja producenta zaprojektowane lub optymalizowane do produkcji z wymiarem krytycznym 0,3pm
lub mniej, z dokladnoécia 5% sigma 3; lub
b. Przeznaczone do wytwarzania mniej niz 0,04 czasteczek/cm?® z mierzalng wielkoécia czasteczki wigksza niz 0,1 pm
$rednicy;
2. Specjalnie przeznaczone do urzadzef objgtych kontrola wedlug pozycji 3B001.e., posiadajace ktéra$ z wymienionych
ponizej cech charakterystycznych:
a. Zgodnie ze specyfikacja producenta zaprojektowane lub optymalizowane do produkcji z wymiarem krytycznym 0,3pm
lub mniej, z dokladnoscia 5% sigma 3; lub
b. Przeznaczone do wytwarzania mniej niz 0,04 czasteczek/cm® z mierzalng wielkoécia czasteczki wigksza niz 0,1 pm
srednicy;

Urzadzenia "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci” do centralnego sterowania automatycznymi zespotami do obslugi
wielokomorowych urzadzet do wytwarzania plytek elektronicznych, posiadajace wszystkie z ponizszych cech
charakterystycznych:
1. Interfejsy wejéciowe na ptytki i wyjéciowe 2z nich, umozliwiajagce podlaczenie powyzej dwdch zespoléw
polprzewodnikowych urzadzer produkcyjnych;
2. Przeznaczone do tworzenia zintegrowanego systemu dzialajacego w warunkach prézni, do sekwencyjnego wytwarzania
plytek metoda powielania;
UWAGA: Pozycja 3B00l.e. nie obejmuje automatycznych, zrobotyzowanych urzqdzeri do wytwarzania plytek
elektronicznych, niemajgcych mozliwosci dziatania w warunkach prézni.

Nastepujace urzadzenia litograficzne "ze sterowaniem zaprogramowanym w pamigci” :
1. Urzadzenia powielajace do wytwarzania plytek elektronicznych poprzez pozycjonowanie i na§wietlanie metodg fotooptyczng
albo za pomoca promieni rentgenowskich, posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
a. Zrédlo éwiatla o dlugosci fali ponizej 350 nm; lub
b. Zdolne do wytwarzania wzoréw o minimalnej rozdzielczoéci wymiarowej 0,5 mikrometra lub mniejszej;
UWAGA: Minimalna rozdzielczos¢ wymiarowa obliczana jest wedlug ponizszego wzoru:

MFR = (dlugo$é fali w mikrometrach)* (wspdtczynnik K)

apertura liczhowa

gdzie:

"MRF" oznacza minimalng rozdzielczos¢ wymiarowgq

"wspdtczynnik K" = 0,7, oraz

"dtugosé fali" jest diugosciq fali Zrédta promieniowania stosowanego do naswietlania;

2. Urzadzenia specjalnie przeznaczone do wytwarzania masek Iub przyrzadéw pétprzewodnikowych za pomocg odchylanej,
zogniskowanej wiazki elektrondéw, jonéw lub "laserowej", posiadajace jedng z wymienionych ponizej cech
charakterystycznych:

a. Aperture plamki ponizej 0,2 mikrometra;
b. Zdolno$é wytwarzania obrazéw o wielkosci charakterystycznej ponizej 1 mikrometra; lub
c. Dokladno$éé nakladania lepsza niz £ 0,20 mikrometra (3 sigma).

Maski i siatki optyczne do ukladéw scalonych objgtych kontrolg wedtug pozycji 3A001;

Maski wieclowarstwowe z warstwg z przesunigciem fazowym.

Nastepujace urzadzenia testujace "ze sterowaniem zaprogramowanym Ww pamigei”, specjalnie przeznaczone do testowania
wykoficzonych i niewykoniczonych elementéw pélprzewodnikowych oraz specjalnie do nich opracowane czgdci i akcesoria:

Do testowania parametréw S urzadzen tranzystorowych przy czgstotliwosciach powyzej 31 GHz;

b.

Do testowania ukladéw scalonych i ich "zespoléw" zdolne do testowania funkcjonalnego (tabela logiczna) z szybkoscig wzorca
powyzej 333 MHz;
UWAGA: Pozycja 3B002.b. nie obejmuje kontrolg urzqdzen testujqcych specjalnie przeznaczonych do:
1. "Zespotéw elektronicznych"” albo klasy "zespoléw elektronicznych” do zastosowar domowych albo
rozrywkowych;
2. Nieobjetych kontrolg elementéw elekironicznych, "zespotéw elektronicznych” lub uktadéw scalonych;
3. Pamieci.

Uwaga techniczna: Na uzytek tego punktu szybko$é wzorca okreslana jest jako maksymalna czestotliwos¢ operacji cyfrowych
testera. Dlatego jest ona réwnowazna najwigkszej szybkosci przesytania danych z jakq tester moze dziatad
w trybie niemultipleksowym. Jest ona takze okreslana jako predko$é testowania, maksymalna czestotliwosc
cyfrowa lub maksymalna szybko$é cyfrowa. :

Do testowania mikrofalowych uktadéw scalonych wyspecyfikowanych w 3A001.b.2.
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3C001

3C002

3C003

3C004

3D001

3D002

3D003

3C  Materialy

Materiaty heteroepitaksjalne sktadajace sig z "podloza" i wielu nalozonych epitaksjalnie warstw z jednego z ponizej wymienionych
materiatéw:

a. Krzem;

b. German;

c. Weglik krzemu; lub

d. Zwiazki I1I/V galu lub indu;

Uwaga techniczna:
Zwiqzki II/V sq substancjami polikrystalicznymi albo binarnymi lub ztozonymi substancjami monokrystalicznymi sktadajqcymi szg z
pierwiastkéw grupy IlIA i VA wedtug ukladu okresowego Mendelejewa (arsenek galu, arsenek galu i glinu, fosforek indu itp.).

Nastepujace materialy fotorezystywne i "podloza" powlekane materiatami ochronnymi objetymi kontrola:

a. Materialy fotorezystywne pozytywowe do litografii pélprzewodnikowej o wrazliwoéci widmowej specjalnie wyregulowanej
(zoptymalizowanej) pod katem stosowania w zakresie ponizej 350 nm;

b. Wszystkie materialy fotorezystywne przeznaczone do uzytku w przypadku stosowania wiazki elektronowej albo jonowe;j,
o czutoéci 0,01 mikrokulomba/mm? lub lepszej;

c. Wszystkie materialy fotorezystywne, przeznaczone do uzytku w przypadku stosowania promieni rentgenowskich, posiadajgce
czuloéé 2,5 mJ/mm? lub lepsza;

d. Wszystkie materialy fotorezystywne zoptymalizowane z przeznaczeniem do technologii tworzenia obrazéw powierzchniowych,
wlacznie z fotorezystami siliatowanymi.

Uwaga techniczna:

Techniki siliatowania definiuje si¢ jako procesy utleniania powierzchni materiatéw fotorezystywnych w celu poprawy ich
parametréw zaréwno podczas wywolywama na sucho, jak i na mokro.
Nastepujace zwiazki organiczno-nieorganiczne:

a. Materialy metaloorganiczne z glinu, galu lub indu o czystosci (na bazie metalu) powyzej 99,999%;

b. Zwiazki arsenoorganiczne, antymonoorganiczne i fosforoorganiczne o czystosci (na bazie zwiazku nieorganicznego) lepszej
niz 99,999%.

UWAGA: Pozycja 3C003 dotyczy wylqcznie zwiqzkéw, w ktdrych sktadnik metalowy, czesciowo metalowy lub skiadnik niemetalowy
Jest bezposrednio zwiqzany z weglem w organicznym sktadniku molekuty.

Wodorki fosforu, arsenu lub antymonu o czystosci powyzej 99,999 %, nawet rozpuszczone w gazach oboj¢tnych lub w wodorze.

UWAGA: Pozycja 3C004 nie obejmuje kontrolg wodorkéw zawierajgcych molowo 20 %, lub wigcej, gazéw obojetnych rzadkich lub
wodoru.

3D Oprogramowanie

"Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone do "rozwoju" lub "produkeji" urzadzesi objetych kontrolg wedtug pozycji 3A001.b. do
3A002.g., lub 3B;

"Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone do "uzytkowania" urzadzeri "ze sterowaniem zaprogramowanym W pamigci”
wyspecyfikowanych w pozycji 3B;

"Oprogramowanie" wspomaganego komputerowo projektowania (CAD), posiadajgce wszystkie nastgpujace cechy:
a. Przeznaczone do “rozwoju’” przyrzaddw pélprzewodnikowych lub uktadéw scalonych; i
b. Przeznaczone do realizowania lub wykorzystywania jednego z nastgpujacych:

1. Regut projektowania lub regut weryfikacji obwodow;

2. Symulacji ukladéw na poziomie projektu struktury fizycznej; lub
3. Symulatoréw procesdw litograficznych na potrzeby projektowania.
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Uwaga techniczna:

Symulator proceséw litograficznych jest to pakiet "oprogramowania” okreslajgcy w fazie projektowania kolejnos¢ proceséw
litografii, trawienia i osadzania w celu przeksztalcenia geometrycznych ksztaltéw na maskach w konkretnq topografie obszaréw
przewodzqcych, dielektrycznych lub pétprzewodnikowych.

UWAGA: Pozycja 3D003 nie obejmuje kontrolg "oprogramowania" przeznaczonego specjalnie do wprowadzania schematéw
uktadéw, symulacji logicznej, projektowania rozmieszczenia i potqczed, weryfikacji topografii oraz tasm sterujqcych
generatorami masek.

UWAGA: Biblioteki, zwiqzane z nimi atrybuty i inne dane stuzqce do projektowania przyrzqdéw potprzewodnikowych lub uktadéw
scalonych sq zaliczane do "technologii”.

3D101 "Oprogramowanie" specjalnie przeznaczone do "uzytkowania" urzadzen wyspecyfikowanych w pozycjt 3A101 b.
3E  Technologie

3E001 "Technologie” wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do "rozwoju" lub "produkcji” urzadzer lub materialéw objetych kontrolg
wywozu wedtug pozycji 3A, 3B lub 3C;

UWAGA: Pozycja 3E001 nie obejmuje kontrolg "technologii” do "rozwoju” lub "produkcji” nastepujgcych wyrobéw:
a. Tranzystoréw mikrofalowych dziatajqcych w zakresie czestotliwo$ci ponizej 31 GHz;
b. Uktadéw scalonych ujetych w pozycjach 34001.a.3. do 34001.a.12., posiadajqcych obie wymienione ponizej cechy
charakterystyczne:
1. Zastosowano w nich technologie na poziomie 0.7 mikrometra lub wigcej, i
2. Nie majq budowy wielowarstwowej.
Uwaga techniczna: Pojecie “budowa wielowarstwowa” w uwadze b.2. do pozycji 3E001 nie stosuje sig do
uktadéw posiadajgcych maksymalnie dwie warstwy metaliczne i dwie warstwy polikrzemowe.

3E002 “Technologie” zgodnie z Ogdlna uwagg do technologii, inne niz wymienione w 3E001, do “rozwoju” Ilub “produkcji”
“mikroukladéw mikroprocesorowych”, “mikroukladéw mikrokomputerowych” i ukladéw mikrosterownikéw majacych
“kombinowana teoretyczng moc obliczeniowa “ (“CTP”) 530 milionéw teoretycznych operacji na sekund¢ (Mtops) lub wigeej, i
jednostki arytmetyczno-logiczne z szyna dostgpu 32 bity lub wigcej.

UWAGA: Uwaga do pozycji 3E001 stosuje sig talZe do pozycji 3E002.
3E003 Inne technologie do "rozwoju” lub "produkeji" nastgpujacych wyrobow:
a. Prézniowych przyrzadéw mikroelektronicznych;

b. Heterostrukturalnych elementéw pélprzewodnikowych takich jak tranzystory o wysokiej ruchliwosci elektronéw (HEMT),
tranzystory heterobipolarne (HBT), elementy z jama kwantows i elementy nadstrukturalne;

c. "Nadprzewodnikowych" przyrzadéw elektronicznych;

d. Podlozy folii diamentowych do podzespotéw elektronicznych;

e. Podlozy ‘krzem na izolatorze’ ( SOI), gdzie izolatorem jest dwutlenek krzemu, do uktadéw scalonych;
f. Podlozy z weglika krzemu dla elementéw elektronicznych;

3E101 "Technologia” wedtug Uwagi ogdlnej do technologii do "uzytkowania" urzadzet lub "oprogramowania” wyspecyfikowanego
w pozycjach 3A001.a.1. lub 3A001.a.2., 3A101 albo 3D101.

3E102 "Technologia" wedlug Uwagi ogdlnej do technologii do "rozwoju" oprogramowania wyspecyfikowanego w pozycji 3D101;

3E201 "Technologia” wedtug Uwagi ogdinej do technologii do "uzytkowania" urzadzen wyspecyfikowanych w pozycjach 3A0001.e.2.,
3A001.e.3.,3A001.e.5., 3A201, 3A225 do 3A233.

KATEGORIA 4 - KOMPUTERY

UWAGA 1:
Komputery, towarzyszqce im urzqdzenia i "oprogramowanie” stosowane do celéw telekomunikacyjnych albo dziatajgce w ramach
"lokalnej sieci komputerowej"” nalezy réwniez analizowad pod kqtem parametréw urzqdzeri telekomunikacyjnych wymienionych w
Kategorii 5, czes¢é 1 (Telekomunikacja).

UWAGA 2:
Jednostki sterujgce podigczone bezposrednio do szyn lub lqczy jednostek centralnych, "pamigci operacyjnych” albo sterownikéw
dyskéw nie sq uwazane za urzqdzenia telekomunikacyjne ujete w Kategorii 5, czg$é 1 (Telekomunikacja).

N.B.: Dla ustalenia statusu kontroli "oprogramowania' specjalnie przeznaczonego do komutacji pakietéw, patrz Kategoria
5D001 (Telekomunikacja).
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UWAGA 3:

Komputery, towarzyszqce im urzqdzenia i "oprogramowanie” wykorzystywane do szyfrowania, rozszyfrowywania, systemu
zabezpieczeri wymagajqcego potwierdzenia wielopoziomowego lub w wymagajqcych potwierdzenia systemach wyodrgbnienia
uzytkownika, albo ograniczajgce zgodno$¢é elektromagnetyczng (EMC), nalezy réwniez analizowaé pod kqtem parametréw
wymienionych w Kategorii 5, cze$¢ 2 ("Ochrona Informacji”).

4A  Systemy, urzadzenia i czeSci

4A001 Nastepujace komputery elektroniczne i towarzyszace im urzadzenia oraz specjalnie do nich przeznaczone "zespoly” i elementy:
N.B. Sprawdz takze 4A101.

a. Specjalnie opracowane w taki sposéb, ze maja jedna z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
1. Mozliwo$¢é dziatania w temperaturze otoczenia ponizej 228 K (-45°C) lub powyzej 358 K (+85°C); lub
UWAGA: Pozycja 44001.a.1. nie dotyczy komputeréw specjalnie przeznaczonych do samochodéw cywilnych i dla kolejmcrwa

2. Zabezpieczone przed promieniowaniem jonizujgcym o co najmniej nastgpujgcych parametrach minimalnych:
a. Dawka catkowita: 5 x 10° Gy (Si);

b. Narastanie nat¢zenia dawki: 5 x 10° Gy (Si)/s; lub
c. Pojedyncze przypadkowe zakidcenie: 1 x 107 btedéwibit/dzien;

b. Majace cechy charakterystyczne lub realizujgce dzialania wykraczajace poza ograniczenia wedlug Kategorii 5 (Czgs¢ 2 -
"Ochrona Informacji").
UWAGA: Pozycja 44001.b. nie obejmuje kontrolq komputerdw elektronicznych i zwigzanego z nimi sprzetu, kiedy urzqdzenia te
towarzyszq uzytkownikowi dla jego osobistego uzytku.

4A002 Nastepujace "komputery hybrydowe" oraz "zespoly elektroniczne” i specjalnie do nich przeznaczone podzespoly:
N.B. Sprawdz takze 4A102.

a. Wyposazone w "komputery cyfrowe" ujgte w pozycji 4A003;

b. Zaopatrzone w przetworniki analogowo-cyfrowe posiadajace wszystkie z wymienionych ponizej cech charakterystycznych:
1. 32 kanaly albo wiecej; 1

2. Rozdzielczo$é 14 bitéw (plus bit znaku) lub wigkszg oraz szybko$¢ przetwarzania 200 000 operacji przetwarzania/s lub
wigksza.

4A003 Nastepujace "komputery cyfrowe”, “zespoly elektroniczne" i urzadzenia im towarzyszace oraz specjalnie dla nich przeznaczone
elementy:

UWAGA I:

Pozycja 44003 obejmuje:

procesory wektorowe,

procesory tablicowe,

cyfrowe procesory sygnatowe,

procesory logiczne,

urzqdzenia przeznaczone do "udoskonalania obrazéw”,
urzqdzenia przeznaczone do "przetwarzania sygnatow”.

UWAGA 2:

Status kontroli "komputeréw cyfrowych” i towarzyszqcych im urzqdzen wedlug pozycji 44003 wynika ze statusu kontroli innych
urzqdzer lub systemdéw, pod warunkiem Ze:

a. "Komputery cyfrowe" lub towarzyszqce im urzqdzenia majq zasadnicze znaczenie dla dzialania tych innych urzqdzer lub
systemow,

b. "Komputery cyfrowe" lub towarzyszqce im urzqdzenia nie sq "elementem o podstawowym znaczeniu" tych innych urzqdzert
lub systeméw, oraz

e RN T8

N.B.1:  Status kontroli urzqdzeri do "przetwarzania sygnatéw" lub "udoskonalania obrazéw" specjalnie przeznaczonych do
innych urzqdzen i ograniczonych funkcjonalnie do wymogéw pracy tych urzqdzer wynika ze statusu kontroli tych
innych urzqdzer, nawet gdy wykracza to poza kryterium "elementu o podstawowym znaczeniu”.

N.B.2: W przypadku statusu kontroli "komputeréw cyfrowych” lub towarzyszqcych im urzqdzen, przeznaczonych do sprzetu
telekomunikacyjnego patrz Kategoria 5 (Czes¢ 1 - Urzqdzenia telekomunikacyjne).

¢. "Technologie” w odniesieniu do "komputeréw cyfrowych" i towarzyszqcych im urzqdzen ujeto w pozycji 4E.

a. "Odpome na uszkodzenia" dzigki specjalnej konstrukcji lub odpowiednio zmodyfikowane;
UWAGA: Dla celéw pozycji 44003.a., "komputery cyfrowe" i towarzyszqce im urzqdzenia nie sq uwazane za "odporne na
uszkodzenia" dzieki specjalnej konstrukcji lub odpowiedniej modyfikacji, jezeli zastosowano w nich:
1. Algorytmy wykrywania albo korekcji btedow w "pamigci operacyjnej”;
2. Polgczenie dwéch "komputeréw cyfrowych” w jeden zespdt w taki sposéb, ze w razie awarii jednej z aktywnych

Jednostek centralnych dziatania zwiqzane z kontynuacjq pracy systemu moze przejgé blizniacza jednostka
centralna, znajdujqca sig do tej chwili na biegu jatowym;



